






















































































































































































AA137 

11 ~ 
t-+-+-i-+-~~~q_+J.;+.H~p-..l--+++--1~ 

0,01 vJZ 
2v/ 

20 40 60 
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Germanium-Spitzendiode 
Germanium point contact diode 

Anwendungen: Demodulatorschaltungen in FS-Geraten 

Applications: Demodulator circuits in TV receivers 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

KATHOOE >' 2 6 SdO 55 

CATHODE I a: 
C::=:j---------+--._ 7.2 • E:J 

Absolute Grenzdaten 1amb Absolute maximum ratings 

StoBsperrspannung URSM 
Surge reverse voltage 

Periodische Spitzensperrspannung URRM 
Repetitive peak reverse voltage 

Sperrspannung UR 
Reverse voltage 

StoBdurchlaBstrom 
Surge forward current 

1FSM 

Periodischer DurchlaBspitzenstrom 
Repetitive peak forward current 

IFRM 

DurchlaBstrom IF 
Forward current 

DurchlaBstrom, Mittelwert 
Average forward current 

um= URRM IFAV 

Sperrschichttemperatur tj 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 1stg 
Storage temperature range 

B 2/V.1.1710474 Ausgabe 2 

25°C 

30 

25 

15 

50 

25 

20 

12 

AA138 

Normgehause 

51A2 DIN 41880 Case I 
JEDEC DO 7 

Gewicht · Weight 
max. 0,2 g 

60°C 

30 v 

25 v 

15 v 

50 mA 

25 mA 

15 mA 

5 mA 

100 oc 

-55 ... +100 oc 
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AA138 

Warmewiderstand 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

I= 4mm, tL = konstant 
constant 

KenngroBen 
Characteristics 

tj = 25°C 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

IF= 0,1mA 
IF= 10 mA 
IF= 20 mA 

Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 1,5V 
UR= 10 v 
UR= 15 v 
UR= 25 v 

Dampfungswiderstand 
Damping resistance 

UHF = 1 V, f = 39 MHz, 

74999Tfk 

Ip 
1) T ~ 0,01, Ip ~ 0,3 ms 

40 

U0 :2: 0,65V 

2) siehe MeBschaltung 
see test circuit 

4k0 

RthJA 

UF 
UF 
uF1) 

IR 
IR 
IR 
IR 

'p2) 

Min. Typ. 

0,18 
0,9 

1,37 

2,5 
18 
35 

120 

3,8 

MeBschaltung fUr: rp 

Test circuit for: rp 

Max. 

500 K/W 

v 
1,5 v 

v 

µA 
50 µA 

µA 
µA 

kQ 



10 

0,5 

74 958 Tfk 

1V U. _ 
F 

T Y i..-

r.f 17 , 
t- ~ 
y 

v 
10 20 v 

UR-

AA138 

74 958 Tlk 

j' j [,;.; 

I 
IZ 74 983 Tfk 

p 1 ! , 

i 
I 
I I 

JJ 
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AA138 
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Silizium-Diffusions-Kapazitats-Diode 
Silicon diffusion capacitance diode 

Anwendungen: Automatische Nachstimmschaltungen in VHF-Tunern 

Applications: AFC in VHF tuner 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2 

fstg 

BA 111 

Normgehause 

51A2 DIN 41880 Case I 
JEDEC DO 7 

Gewicht · Weight 
max. 0,2 g 

20 v 

150 cc 

-50 ... +150 oc 
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BA 111 

KenngroBen Min. Typ. Max. 
Characteristics 

ti = 25°C 

OurchlaBspannung 
Forward voltage 

JF = 60mA UF 0,85 0,95 v 
Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 10V JR 100 nA 

Ourchbruchspannung 
Breakdown voltage 

JR= 10 µA U(BR) 20 v 
Diodenkapazitat 
Diode capacitance 

f= 30MHz, UR= 2V, Co 45 55 65 pF 
UR= 4V Co 46 pF 
UR= 10V Co 35 pF 

Serienwiderstand 
Series resistance 

UR= 2V, f= 30MHz 's 0,5 1,1 Q 

GO!e 
Quality 

UR= 2V, f= 30MHz Q 200 

44 



1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

0 
0,1 

t 

lJ 

0,980 

"-
" 

20 

lT 741 S32 Tfk 

'1=25°C T 
f= 30 MHz 

Co<VR> 
Con a Co <2Vl 

'I\. 
~ 

~ 

~ 

741 S34 Tik 

t y 

I= 30 MHz 

40 60 90 ·c 
ti--

BA 111 

t l-+-1 '1 = 25 °C L-+--1--1--1-'-+-,.#'~~J..o'-+P'l-l-l-+-l 
r50,Q0 t=30MH• ~ 

v7 2++-+-+-+-+-1-1-+--JtFl~+-+++-+-+-+-+--+-l 

l-+-++-+-+--hly;'f-1--l Q n = Q I UR > f-+++-
V Q<2V> 

"T 
1. 5-&--1--1-1--+-.fTil-+--+-1--+-+--+---1--+--+-1-!-++-+-1 

11 

I 
0 4 8 12 

j) 

II 

0 20 40 60 
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Silizium-Kapazitats-Diode 
Silicon capacitance diode 

Anwendungen: Nachstimmschaltungen in VHF- und UHF-TV-Tunern 

Applications: AFC in VHF and UHF-TV tuners 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

KATHOOE %2 6 .-o 55 

CATHODE I u: 
c:=i~. 7,2 .E:J 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Periodische Spitzensperrspannung 
Repetitive peak reverse voltage 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Wiirmewiderstand 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

I = 5 mm, tl = konstant 
constant 

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2 

URAM 

UR 

tj 

1stg 

Min. 

BA 121 

Normgehause 

51A2 DIN 41880 Case I 
JEDEC DO 7 

Gewicht · Weight 
max. 0,2 g 

30 v 

30 v 

150 oc 

-55 ... +150 oc 

Typ. Max. 

420 K/W 
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BA 121 

KenngroBen 
Characteristics 

tj = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

IF=60mA 

Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 10V 
UR= 10V, ti= 120°c 

Diodenkapazitat 
Diode capacitance 

UR= 2V, f= 30MHz 

Serienwiderstand 
Series resistance 

UR= 2V, f= 100MHz 

GOte 
Quality 

UR= 2V, f= 30MHz 

Serieninduktivitat 
Series inductance 

20 
pF 

16 
f= 100MHz 

\ 11= 25'C 

12 fa_ 
\ 

~ Streugrenzen 

~' Scattering limits 

~ ·~ ~ 
8 

~ N \'-N 
"~ N ~ 

4 t-1-• 

0 10 

48 

74 OStl ... 

_,_ 
H ~ 

Min. Typ. Max. 

UF 0,85 0,9 v 

IR 3 25 nA 

IR 10 µA 

Co 8 10 12 pF 

's 0,9 2 Q 

Q 600 

Ls 5 nH 

t 74 987 ... 
con 

7 _..;1 
1,01.j......4---+---l-~---+--71--l--+--l/1--<.£~---+---l-+--I 

171 zv 
1~.j......4-+.--l-A~-1-IG-~---+---1-~---+---1-+--1 

r..az 

IZ 
0, 9 8 .L.-'-1....L....L....L...J.....1-J.....L....J.....L... ........ L-L....J 

0 50 100 °C 
tj-



Silizium-Kapazitats-Diode 
Silicon capacitance diode 

Anwendungen: Automatische Nachstimmschaltungen in VHF-Tunern 

Applications: AFC in VHF tuner 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Periodische Spitzensperrspannung 
Repetitive peak reverse voltage 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Warmewiderstand 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

I = 5 mm, tl = konstant 
constant 

B 2/V.1. 17/0474 Ausgabe 2 

URRM 

UR 

tj 

tstg 

RthJA 

Min. 

BA 124 

Normgehause 

51A2 DIN 41880 Case I 
JEDEC DO 7 

Gewicht · Weight 
max. 0,2 g 

30 v 

30 v 

150 oc 

-55 ... +150 oc 

Typ. Max. 

420 K/W 
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BA124 
KenngroBen 
Characteristics 

ti = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

OurchlaBspannung 
Forward voltage 

/F = 60mA 

Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 20V 
UR = 10 V, ti = 120°c 

Oiodenkapazitat 
Diode capacitance 

UR= 2V, J= 30MHz Gruppe: 50 

Serienwiderstand 
Series resistance 

UR = 2 V, f = 100 MHz 

GOte 
Quality 

UR = 2 V, f = 30 MHz 

Serieninduktivitat 
Series inductance 

Group: 

74968 ,. 

100+--+-<1--t-+-+-+--+--+-+-+-+-1--t-t-I 
p F +-<f-+-+--+-+--+--+--+-+--+-1-<-+--+----< 

50 

( = 100 MHz 

80-hll_-+--+--+--+ '; = 2s ·c 
I J_ J J .----+-+--+--+-~__, 

60 l.l.. 
~ Streugrenzen T 
l1_ \ Sca!fering limi11· 

0 10 

55 
60 
65 

Min. Typ. Max. 

UF 

/R 
IR 

Co 44 

Co 49 

Co 54 

Co 59 

's 

Q 

Ls 

t 

0;85 

0,5 

190 

5 

0,9 v 

50 nA 
15 µA 

51 pF 
56 pF 
61 pF 
66 pF 

0 

nH 

74 987 ,. 

CDn>--1-<-+--+-+--+--+--+-+--+-+-<f-+-+-t 

t-+--+- C - Co 
1,03t-+-+ 0n CoUi••o·c> 

f •30MHz 
rz 

lL 
T 

...._,1--t-t-+-+--+--+-+ UR•2V 

vR--+-+-+---< 
1,02+--<~-+--+---+-+-<-+-IZJ...---+- 4 v£ 

:Li IZj 

0.99~ / 

f 
IZl 

0, 98 ,,__""'--+_.__.__._.._1--L--'--'--'-+-.............. 
0 50 100 °C 

ti-



Silizium-Kapazitats-Diode 
Silicon capacitance diode 

Anwendungen: Automatische Nachstimmschaltungen in VHF-Tunern 

Applications: AFC in VHF tuner 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

~:=, p: 
C:j. 7.2 .I. 26:J 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Periodische Spitzensperrspannung 
Repetitive peak reverse voltage 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Wiirmewiderstand 
Thermal res/stance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

I = 5 mm, IL = konstant 
constant 

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2 

URRM 

UR 

ti 

lstg 

Min. 

BA125 

Normgehause 

51A2 DIN 41880 Case I 
JEDEC DO 7 

Gewicht · Weight 
max. 0,2g 

30 v 

30 v 

150 oc 

-55 ... +150 oc 

Typ. Max. 

420 K/W 
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BA 125 

KenngroBen 
Characteristics 

tj = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

52 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

IF= 60mA 

Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 20V 
UR= 10V, ti = 120°c 

Diodenkapazitat 
Diode capacitance 

UR= 2V, f= 30MHz 

Serienwiderstand 
Series resistance 

UR= 2V, f= 30MHz 

Gute 
Quality 

UR= 2V, f= 30MHz 

Serieninduktivitat 
Series inductance 

Gruppe: 35 
Group: 40 

45 
50 

's 

Q 

t ~n__.._~~~.1--1--l-l.~--+-~'·-·-·-·~,.--l 

c0 ~n~+--+---1--+-+--+---+--+-+--+---+--+-l---l 

40 \ 
L-J-Li--->...l>..-' Streugrenzen 

r\!~ Scattering limits ~~~.1--l--
~ 1'. 

0 10 20V 

Min. Typ. Max. 

0,85 0,9 v 

50 nA 
15 µA 

29 36 pF 
34 41 pF 
39 46 pF 
44 51 pF 

0,5 Q 

260 

5 nH 



Anwendungen: Allgemein 

Applications: General purpose 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Silizium-Diode 
Silicon diode 

~;;;:':. FC 
C::1. 7,2 .l. 26:J 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Sperrspannung BA 147/25 UR 
Reverse voltage BA 147/50 UR 

BA 147/100 UR 
BA 147/150 UR 
BA 147/230 UR 
BA 147/300 UR 

Periodischer DurchlaBspitzenstrom 1FRM 
Repetitive peak forward current 

DurchlaBstrom IF 
Forward current 

Sperrschichttemperatur tj 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich fstg 
Storage temperature range 

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2 

BA 147/ ... 

Normgehause 

51A2 DIN 41880 Case I 
JEDEC DO 7 

Gewicht · Weight 
max. 0,2g 

25 v 
50 v 

100 v 
150 v 
230 v 
300 v 

500 mA 

150 mA 

150 oc 

-55 ... +150 oc 

53 



BA 147/ ... 

Warmewiderstand 
Thermal resistance Min. Typ. Max. 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

I = 4 mm, tL = konstant RthJA 500 K/W 
constant 

KenngroBen 
Characteristics 

ti = 25°C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

IF= 50mA UF 1 v 
Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 25V BA 147/25 IR 500 nA 

UR= 50V BA 147/50 IR 500 nA 
UR= 100V BA 147/100 IR 1 µA 
UR= 150V BA 147/150 IR 1,5 µA 
UR= 230V BA 147/230 IR 2 µA 
UR=300V BA 147/300 IR 3 µA 

ti = 100°c 

UR= 10V BA 147/25, BA 147/50 IR 15 µA 

UR= 50V BA 147/100 IR 30 µA 
UR= 100V BA 147/150 IR 50 µA 
UR = 150V BA 147/230 IR 75 µA 
UR= 200V BA 147/300 IR 100 µA 
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t ~ BA147/25 

17 

17 

10 

10 

mA 

74072 Tfk 

17 

+-+-

11=2s 0 c 

I 
1 

u 
I 

I 
0,5 

i 

BA 147/ ... 

t 1--++--H BA 147/50 f-+-+-1- ••011 n• 

JR 

v~ J,l Streugrenze 1--JI Scalfering limit 

100 ii JJJJl 
nA 11=2s 0c '--+--l-l---+-+-l--4-4~ 

10.L...l.....l-L....J....L...L....1...<L....J....L...L...j...J...J.....L...j. ................... 
0 10 20 30 40V 

uR-
74 170 Tlk 

Streugrenze 

!:= Scattering limit 

1V 
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BA157·BA158·BA159 

Silizium-Mesa-Dioden 
Silicon Mesa diodes 

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z. B. fUr zeilenfrequenten Betrieb im Fernsehgerat 
und Schaltnetzteile. 

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode power 
supply. 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

KATHODE 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

.l!f3,1 JJ0,9 

Sperrspannung, Scheitelsperrspannung 
Reverse voltage, crest working reverse voltage 

BA 157 
BA 158 
BA159 

StoBdurchlaBstrom 
Surge forward current 

Ip:::; 10 ms 

Periodischer DurchlaBspitzenstrom 
Repetitive peak forward current 

DurchlaBstrom, Mittelwert 
Average forward current 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

s 8/V.2.673/0478 Ausgabe 1 

UR= URWM 
UR= URWM 
UR= URWM 

Kunststoffgehause 
Plastic case 

DIN 
JEDEC DO 7 

Gewicht · Weight I 
max. 0,5 g 

400 v 
600 v 

1000 v 

20 A 

2,5 A 

400 mA 

150 oc 

-65 .. .+150 oc 
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BA157·BA158·BA159 

t 791 3 1 7 

RthJA f-+-+--+-+-+--+-+-+--t-++-t-++-t-++--1e-+-t 

ao+-+--+-+-++-1-+++--+-+-++-t-++-+--+-+-i 
K/Wl-l--1-1--l--4---1--1--+--1-1----l-4---1-+-1--1-1----l-4~ 

Fig.2 
~'+-J-......... ..+-.J....J.....J-+..JU-i,.+.L......L...Y..~--' 

t 10 15 20 25mm 
1-

Warmewiderstand 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung Fig. 2 
Junction ambient 

tl = konstant, I= 15 mm 
constant 

/=00 

KenngroBen 
Characteristics 

58 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

IF=1A,tj=25°C 

Sperrstrom 
Reverse continuous current 

UR, t· = 25°C 
1=100°c 

Rlickwartserholzeit 
Reverse recovery time 

IF= 100 mA, IR= 200 mA, iR = 50 mA, 
ti=25°C 

t 
1) ~ = 0,01, tp = 0,3 ms 

') AnschluBdriihte ungekurzt, keine Wiirmeableitung uber Halterung 
Unabridged connecting terminals, no heat conduction through the holder 

Min. Typ. Max. 

50 

100 

1,5 

5 
100 

300 

K/W 

K/W 

v 

µA 
µA 

ns 



Silizium-Diffusions-Diode 
Silicon diffusion diode 

BA173 

Anwendungen: Klemmschaltungen in Farb-FS-Geraten mit hohen Betriebsspannungen 

Applications: Clamping circuits in colour TV-receivers, with high supply voltage 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

KATHOOE r6 2 6 '60 55 

CATHODE 1 rr 
c:j~_ 7.2 .E:J 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Periodische Spitzensperrspannung 
Repetitive peak reverse voltage 

Ip 
T = 0,01, Ip :::: 0,1 ms 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

Periodischer DurchlaBspitzenstrom 
Repetitive peak forward current 

Ip 
T = 0,01, Ip:::: 10ms 

DurchlaBstrom 
Forward current 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

B 2/V.1.1710474 Ausgabe 2 

/FRM 

IF 

lj 

1stg 

Normgehause 

51A2 DIN 41880 Case I 
JEDEC DO 7 

Gewicht · Weight 
max. 0,2 g 

350 v 

300 v 

3 A 

300 mA 

150 cc 

-65 ... +150 cc 

59 



BA173 

Wiirmewiderstand 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

I= 4mm, tL = konstant 
constant 

KenngroBen 
Characteristics 

ti = 25°C 

OurchlaBspannung 
Forward voltage 

/f = 100mA 

Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 300V 

Oiodenkapazitiit 
Diode capacitance 

f= 1MHz, UR= 30V 
UR= 150V 

Ruckwiirtserholzeit 
Reverse recovery time 

/f = /R = 10 mA, iR = 1 mA 

741014Tfk 

60 

Min. 

RthJA 

Uf 

/R 

Co 
Co 

1rr 

RL = 2kQ bzw. 33kQ 

~r= U0•100% 

UHF 

MeBschaltung fUr: 7Jr 

Test circuit for: 1Jr 

Typ. 

0,08 

350 

Max. 

450 K/W 

1 v 

1 µA 

3,4 pf 
2 pf 

500 ns 



10 
mA 

1 
µA 

0,1 

rt 
171 

7 

74 977 Tftl 

u:ll 

rJ 
~ 

'J =60 "C l/JJ25°C +--+--

II 

ll~ 

gl/ 
u 

"I 
~ 

Q2 0,4 Q,6 o,a v 
uF-

74 117"4 Tlk 

l,j_ 

UR =300 V rf 
IL 

lZ 
y 

1l 
J 

20 40 60 80 °C 
ti-

BA 173 

} 
R 

741179 Tfll 

~ 100t~:;;Z'f:::::t:l±ttlli==l=t:tt:t!:l:ll==t::::t::l:tl=I~ 
nA,__+--+--'-'--'U"'-----"---1-1--i-l-W""---~~~~~~ 

L--1----+-+--++-~----< 25 "C i!Z--+--4--ti-+t++< 
-I" .,.#>-+-1-1----+--+-++++++< 

/ 
/ 

10 17~'---+--+-+--U-J+<+---+-4--++-H-H+----+---+--c~ttt 

10 

4~-+-+-+-1-1-!-+-+-+-+++-+-+-l-+-11-+-1 

pF11-+-+--+-+--+-++-1-+-+-+-+-+-+-1-+-+-+-1H 

0 

f = 10,7 MHz 
._.__,__,__~~ ,__,__1---1---1---1---

11=25°C 

50 100 150 v 
UR-
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BA 173 

t 
74 9 79 Tik 

O, S +.----4-"--+---+++++u_,J"-25-•c''--t-+++-li-tH 
µs i---°'l--".t--+-1rt-+1 

0,61\.. 

" 

f'I.. 

1" 0,4-l-----1-----+-~..t-~l-+++--+-+-+-++-I-++ 

0,2 !'--.. 
1---"""'"-!.._d;.-l--+++++tt--t-----1r5 t-+l-ttH 

O.J----l...-..1-.J...L....L..l..L..L+---'--l-.J.-l,.,.U.W 
1 10mA 

t 

t 

o,4 K 

"" 

74 978 Tfll 

~r 1--+-++++!-H+---+-+-++l+l+l--+-+++++++i 

10 MHz J--
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Silizium-Diode 
Silicon diode 

Anwendungen: Antennenschutzdiode 

Applications: Aerial protection 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

KenngroBen 
Characteristics 

ti = 25°C 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

IF= 400mA 

Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 20V 

Durchbruchspannung 
Breakdown voltage 

IR= 1mA 

Diodenkapazitat 
Diode capacitance 

UR= 2V, f= 30MHz 

Ip 
1) T ~ 0,01, Ip ~ 0,3 ms 

KAT HO DE 1' 2 6 1'0 55 

CATHODE. I cCC 
c::1~. 7,2 .E:J 

Min. 

BA176 

Normgehause 

51 A 2 DIN 41880 Case I 
JEDEC DO 7 · 

Gewicht · Weight 
max. 0,2 g 

Typ. Max. 

1,5 v 

1 µA 

100 v 

15 pF 

2) Die Diode kann mehrmals die Entladung eines auf 12 kV aufgeladenen Kondensators von 1 nF Ober 2 kO in 
DurchlaB- und Sperr-Richtung vertragen. 
The diode can endure tor several times the discharge of a capacitor of 1 nF which was charged at 12 kV 
across 2 kO in forward and reverse direction. 

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2 
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• 
Sllizium-Epitaxial-Planar-Diode 
Silicon epitaxial planar diode 

Anwendungen: Bereichsumschaltung in VHF-Tunern 

Applications: Band selector in VHF-tuners 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

0,3 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

DurchlaBstrom 
Forward current 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Wiirmewiderstand 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

I = 4 mm, IL = konstant 
constant 

B 2/V.1.1110474 Ausgabe 2 

2,4 

UR 

IF 

ti 

1stg 

RthJA 

BA182 

Kunststoffgehiiuse I 
Plastic Case 

SOD 23 
Gewicht · Weight 

max. 0,1 g 

35 v 

100 mA 

100 oc 

-55 ... +100 oc 

Min. Typ. Max. 

400 K/W 

65 



BA182 

KenngroBen 
Characteristics 

3 
pF 

2 

rj = 25°C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

/F = 100mA 

Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 20V 
UR= 20V, ri = 60°C 

Durchbruchspannung 
Breakdown voltage 

/R = 10 µA 

Diodenkapazitat 
Diode capacitance 

f = 1 MHz, UR = 1 V 
UR= 20V 

Differentieller DurchlaBwiderstand 
Differential forward resistance 

/F = 5mA, f= 200MHz 

76983 

f= 1MH.z 

ti= 25 "C 

~ 
,.... 

t-.... 

0 
0,1 10 v 

. UR-
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Min. Typ. Max. 

uF1) 1,2 

/R 100 

IR 1 

U(BR) 35 

Co 2,1 

Co 0,8 1,25 

Yf 0,5 0,7 

t 
74 984 

l 

1.5 I-

Cl 

--+--+-+-+-+-<-+H f c200 MHz t-
1+CS:-"",-+-~-t-+--1-H+l lj • 25 "C 

'i J_ J_ 

t-rs;.:--"od----t·---1-~~~:-tttt St•••~•••~ 
~ ,-... Scattering limit 

10mA 

v 

nA 
µA 

v 

pf 
pf 

0 

Tik 



Silizium-Epitaxial-Planar-Diode 
Silicon epitaxial planar diode 

Anwendungen: Allgemein 

Applications: General purpose 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Periodische Spitzensperrspannung 
Repetitive peak reverse voltage 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

StoBdurchlaBstrom 
Surge forward current 

Ip ~ 1 µs 

Periodischer DurchlaBspitzenstrom 
Repetitive peak forward current 

DurchlaBstrom 
Forward current 

DurchlaBstrom, Mittelwert 
Average forward current 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2 

URRM 

UR 

/FSM 

/FRM 

IF 

/FAV 

t j 

1stg 

BA204 

Normgehause 

54A2 DIN 41880 Case I 
JEDEC DO 35 

Gewicht · Weight 
max. 0,15g 

60 v 

50 v 

2 A 

450 mA 

200 mA 

150 mA 

200 oc 

-65 ... +200 oc 
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BA 204 

Warmewiderstand Min. Typ. Max. 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

I = 4 mm, tl = konstant RthJA 350 K/W 
constant 

KenngroBen 
Characteristics 

tj = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

IF= 100mA uF1) 1 v 
Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 30V IR 100 nA 
UR = 30 V, ti = 150°C IR 100 µA 

Durchbruchspannung 
Breakdown voltage 

IR= 1 µA U(BR) 50 v 
Diodenkapazitat 
Diode capacitance 

UR= 0, f= 1MHz Co 5 pF 

ROckwartserholzeit 
Reverse recovery time 

IF = IR = 10 mA, iR = 1 mA 1rr 10 ns 

Ip 
1) T = 0,01, Ip = 0,3 ms 
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BA 243 · BA 244 

Silizium-Planar-Dioden 
Silicon planar diodes 

Anwendungen: Bereichsumschaltung in VHF-Tunern 

Applications: Band selector in VHF-tuners 

Besondere Merkmale: 

• Niedriger differentieller DurchlaBwiderstand 
im VHF-Bereich 

• Kleine Diodenkapazitat 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

DurchlaBstrom 
Forward current 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Warmewiderstand 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2 

Features: 
• Low differential forward resistance in 

VHF-range 

• Low diode capacitance 

UR 

IF 

t j 

1stg 

Min. 

RthJA 

Normgehause 
Case 

54A2 DIN 41880 
JEDEC DO 35 

Gewicht · Weight 
max. 0,15g 

20 v 

100 mA 

150 oc 

-55 ... +150 oc 

Typ. Max. 

350 K/W 

71 
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BA 243 · BA 244 

KenngroBen Min. Typ. Max. 
Characteristics 

tj = 25°C, 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

JF=100mA UF 1 v 
Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 15V JR 100 nA 

Diodenkapazitil.t 
Diode capacitance 

UR = 15 V, f = 100 MHz Co 1,3 2 pF 

Serieninduktivitil.t Ls 2,5 nH 
Series inductance 

Differentieller DurchlaBwiderstand 
Differential forward resistance 

IF= 10mA, f= 200MHz BA 243 'f 0,7 1 Q 

BA 244 'f 0,4 0,5 Q 
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Silizium-PIN-Diode 
Silicon-PIN-Diode 

Anwendungen: Stromgesteuerter HF-Widerstand in regelbaren Netzwerken 

Applications: Current controlled HF resistance in adjustable attenuators 

Besonderes Merkmal: Feature: 

BA479 

• GroBer Frequenzbereich 10 MHz ... 1 GHz • Wide frequenc range 10 MHz ... 1 GHz 

Vorliiufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

DurchlaBstrom 
Forward current 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

s 8/V.2.672/0478 Ausgabe 2 

fj 

tstg -55 

Kunststoffgehause 
Plastic case 

SOD 23 
Gewicht · Weight 

max. 0,1 g 

30 v 

50 mA 

125 

+125 oc 
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KenngroBen 
Characteristics 

tamb = 25°C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

IF= 50mA 

Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 30V 

Diodenkapazitat 
Diode capacitance 

UR = OJ= 100 MHz 

Differentieller DurchlaBwiderstand 
Differential forward resistance 

IF= 1,5 mAJ= 100 MHz 

Sperrimpedanz 
Reverse impedance 

UR = OJ= 100 MHz 

t 
'f 

1000 
Q 

:.x. 

" 
~ 
~ 

UF 

IR 

Co 

rf 

Zr 

/>20 MHz 

lamb= 25 "C 

l\ 
100 ~ 

10 

1 
0,001 0,01 0,1 
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BA479 

Min. Typ. Max. 

v 

50 nA 

0,5 pF 

50 Q 

9 kQ 

78 2414 

\. 



BAV17 bis 
to BAV 21 

Anwendung: Allgemein 

Silizium-Epitaxial-Planar-Dioden 
Silicon epitaxial planar diodes 

Applications: General purposes 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

DurchlaBstrom 
Forward current 

StoBdurchlaBstrom 
Peak surge forward current 

Ip ~ 1 S, tj = 25 °C 

SpitzendurchlaBstrom 
Forward peak current 

f= 50Hz 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2 

BAV 17 UR 
BAV 18 UR 
BAV 19 UR 
BAV 20 UR 
BAV 21 UR 

IF 

JFSM 

1FM 

lj 

1stg 

Normgehause 

54A2 DIN 41880 Case I 
JEDEC DO 35 

Gewicht · Weight 
max. 0,15 g 

25 v 
60 v 

120 v 
200 v 
250 v 
250 mA 

1 A 

625 mA 

175 cc 

-65 ... +175 cc 
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BAV17 bis 
to 

Wiirmewiderstand 
Thermal resistance 

BAV21 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

I= 4 mm, tl = konstant 
constant 

KenngroBen 
Characteristics 

ti = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

/F=100mA 

Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 20V BAY 17 
UR= 50V BAY 18 
UR = 100V BAY 19 
UR= 150V BAY 20 
UR= 200V BAY 21 

ti= 100°c 
UR= 20V BAY 17 
UR= 50V BAY 18 
UR= 100V BAY 19 
UR = 150V BAY 20 
UR= 200V BAY 21 

Durchbruchspannung 
Breakdown voltage 

/R = 100µA BAY 17 
BAY 18 
BAY 19 
BAY 20 
BAY 21 

Diodenkapazitat 
Diode capacitance 

UR= 0,f = 1 MHz 

Differentieller DurchlaBwiderstand 
Differential forward resistance 

/F=10mA 

Ruckwartserholzeit 
Reverse recovery time 

IF= IR= 30mA, iR = 3mA, RL = 1000 

1 ~ - -) T - 0,01, Ip - 0,3ms 

76 

Min. Typ. Max. 

RthJA 350 K/W 

UF 1 v 

/R 100 nA 

/R 100 nA 

/R 100 nA 

/R 100 nA 

/R 100 nA 

/R 15 µA 

/R 15 µA 

/R 15 µA 

/R 15 µA 

/R 15 µA 

U(BR)'l 25 v 
U(BR)1l 60 v 
U(BR)1) 120 v 
U(BRJ'l 200 v 
U(BRJ'l 250 v 

Co 1,5 pF 

'f 5 Q 

1rr 50 ns 



BAW24 bis 
to BAW27 

Silizium-Epitaxial-Planar-Dioden 
Silicon epitaxial planar diodes 

Anwendungen: Als schnelle Schaller in Kernspeichern 

Applications: rligh speed switch in core memory 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Periodische Spitzensperrspannung 
Repetitive peak reverse voltage 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

StoBdurchlaBstrom 
Surge forward current 

tp = 1 µs 

DurchlaBstrom 
Forward current 

DurchlaBstrom, Mittelwert 
Average forward current 

UR= 0 

Verlustleistung 
Power dissipation 

I= 4mm, tl = 45°C 
tl s 25°C 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2 

URRM 

UR 

IFAV 

Pv 
Pv 

t j 

fstg 

BAW24 
BAW 25 

50 

40 

Normgehause 
Case 

54A2 DIN 41880 
JEDEC DO 35 

Gewicht · Weight 

4 

600 

150 

440 
500 

200 

max. 0,15 g 

BAW26 
BAW 27 

75 v 

60 v 

A 

mA 

mA 

mW 
mW 

oc 

-65 ... +200 oc 
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BAW24 bis 
to BAW27 

Wiirmewiderstand 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

I = 4 mm, tl = konstant 
constant 

KenngroBen 
Characteristics 

ti = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

If = 10mA BAW 24, BAW 26 
BAW 25, BAW 27 

If = 50mA BAW 24, BAW 26 
BAW 25, BAW 27 

IF=200mA BAW 24, BAW 26 
BAW 25, BAW 27 

IF= 400mA BAW27 

Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 40V BAW 24, BAW 25 
UR= 60V BAW 26, BAW 27 

ti = 100°c 
UR= 40V BAW 24, BAW 25 
UR= 60V BAW 26, BAW 27 

Durchbruchspannung 
Breakdown voltage 

IR= 5 µA BAW 24, BAW 25 
BAW 26, BAW 27 

Diodenkapazitat 
Diode capacitance 

UR= 0, f= !MHz, UHF= 50mV 

ROckwartserholzeit 
Reverse recovery time 

IF = IR = 10 ... 100 mA, iR = 0,1 · IR 

RthJA 

UF 
UF 
UF 
UF 
Uf*) 
UF*l 
uf1) 

IR*) 
IR*) 

IR**) 
IR**) 

U(BR)'l 
U(BR)'l 

Co 

1rr 

Ip 
1) T ~ 0,01, Ip ~ 0,3 ms *) AOL ~ 0,65% **) AOL ~ 2,5% 
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Min. Typ. Max. 

350 K/W 

0,8 0,9 v 
0,67 0,75 v 
0,92 1,0 v 
0,8 0,85 v 

1,05 1,2 v 
0,95 1,0 v 
1,05 1,25 v 

100 nA 
100 nA 

50 µA 
50 µA 

50 v 
75 v 

4 pf 

6 ns 



• BAX12 

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode 
Silicon epitaxial planar diode 

Anwendungen: Schutzdiode in Fernsprechvermittlungsanlagen 

Applications: Protection diode in telephone switching systems 

Besondere Merkmale: 

• Definiertes Durchbruchverhalten 

Abmessungen in mm 
Dimensions In mm 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

/(BR) :S 600 mA, E :S 5 mWs, tj :S 25 °C 

StoBdurchlaBstrom 
Surge forward current 

tp :S 1 µs 
tp :S 1 s 

Periodischer DurchlaBspitzenstrom 
Repetitive peak forward current 

SpitzendurchlaBstrom im Durchbruch 
Breakdown peak current 

tp :S0,1 ms 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

1) Eine hiihere Spannung dart angelegt werden: 

a) bei lj > 25°C muB E um 0,015 mWs/°C 
verringert werden 

a) bei Rechteckimpulsen T"" 50 ms, } :5 0,01 

b) bei Dreieckimpulsen T"" 50 ms, } :5 0,02 

B 2/V.1. 17/0474 Ausgabe 3 

Features: 

• Controlled avalanche characteristic 

It can be exceeded: 

Normgehiiuse 

56 A 2 DIN 41883 Case I 
JEDEC DO 41 

Gewicht · Weight 
max. 0,15 g 

90 

6 
1,5 

800 

600 

200 

-65 ... +200 

v 

A 
A 

mA 

mA 

oc 

oc 

a) when ti > 25°C, E must be reduced at the rate 
of 0.015 mWsl°C 

a) by square wave pulse T"" 50 ms, !f :5 0.01 

b) by right-angle triangle pulser;,, 50 ms, !f :5 0.02 
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BAX12 

Wiirmewiderstand Min. Typ. Max. 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

I = 8 mm, tl = konstant RthJA 300 K/W 
constant 

KenngroBen 
Characteristics 

tj = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

IF=200mA UF 0,85 1,0 v 
Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 90V IR 100 nA 
UR= 90V, ti= 150°C IR 100 µA 

Durchbruchspannung 
Breakdown voltage 

IR= 1 mA U(BR) 120 175 v 
Diodenkapazitat 
Diode capacitance 

UR= 0, j= 1MHz Co 35 pF 

ROckwartserholzeit 
Reverse recovery time 

IF= 30mA, UR= 3V, RL = 1000, 
iR 1mA trr 60 ns 
iR = 3mA trr 50 ns 

Sperrverzogerungsladung 
Reverse recovery charge 

IF= 10mA, UR= 5V, RL = 5000 Qrr 0,5 nC 

80 



74 1278Tlk 

t 
~BR)t---+--+-+-+¥H~~,~--H-++1+i+----+-+++++++1 

~ 
~T\ 

l--+--4-+++++lll~ \.+-'lDreleckimpulse 
' ~ ... Triangular pulse 

II 1\ '~.I i 

100 t--- Rechteckimpulse _1 
mA ~ Square ·ware pulse 

5o+-=f-+-+n+=f++tfnt-HtlJ+--1+-+-1V++~-IK.._,-+-H-+l+++i 
t \ 

10 

/(BR r~L rl 
-~E 

i.--r---
5+---+-+-tiH+H T.t 50ms f-ttttt---+-t-+P\+11' 

>--+-+-+++++i, tj• + 25 "C f-ttttt---t---·f-+++'\HJ 

: jJ 

11 

I 

1 
I 

0,01 0,1 1 ms 
Ip-

BAX12 

I 

81 





BAY 68 ·BAY 69 

Silizium-Epitaxial-Planar-Dioden 
Silicon epitaxial planar diodes 

Anwendungen: Sehr schnelle Schalter 

Applications: Very fast switches 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

KATHODE ¢1 9 ¢0 55 

• CATHODE : cE' r 
F*I --.l I 26~19 L2s_J 3,9 __J 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Periodische Spitzensperrspannung 
Repetitive peak reverse voltage 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

StoBdurchlaBstrom 
Surge forward current 

tp = 1 µs 

Periodischer DurchlaBspitzenstrom 
Repetitive peak forward current 

DurchlaBstrom 
Forward current 

DurchlaBstrom, Mittelwert 
Average forward current 

UR= 0 

Verlustleistung 
Power dissipation 

I= 4mm, tl = 45°C 
tl ~ 25°C 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2 

BAY 68 

35 

25 

Normgehause 
Case 

54A2 DIN 41880 
JEDEC DO 35 

Gewicht · Weight 

2 

225 

150 

150 

440 
500 

200 

max. 0,15g 

BAY69 

60 

50 

v 

v 

A 

mA 

mA 

mA 

mW 
mW 

oc 

-65 ... +200 oc 
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BAY68 • BAY69 

Warmewiderstand 
Thermal resistance Min. Typ. Max. 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

l = 4 mm, tL = konstant RthJA 350 KIW 
constant 

KenngroBen 
Characteristics 

ti = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

JF = 100mA UF*l 1 v 
Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 25V BAY 68 JR*) 100 nA 
UR= 50V BAY69 JR*) 100 nA 

ti= 150°C 
UR= 30V BAY68 JR**) 100 µA 
UR= 50V BAY 69 JR**) 100 µA 

Durchbruchspannung 
Breakdown voltage 

JR= 100 µA BAY 68 U(BR)*) 35 v 
BAY 69 U(BR)*) 60 v 

Diodenkapazitiit 
Diode capacitance 

UR= 0, f= 1MHz, UHF= 50mV Co 5 pF 

ROckwiirtserholzeit 
Reverse recovery time 

JF =JR= 10mA, iR = 1mA, RL = 100Q t rr 10 ns 

*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5% 
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BAY 86 ·BAY 87 ·BAY 88 

Silizium-Diffusions-Dioden 
Silicon diffusion diodes 

Anwendungen: Allgemein 

Applications: General purposes 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Periodische Spitzensperrspannung 
Repetitive peak reverse voltage 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

StoBdurchlaBstrom 
Surge forward current 

Ip = 10 µs 

Ip= 10 ms 

Periodischer DurchlaBspitzenstrom 
Repetitive peak forward current 

DurchlaBstrom 
Forward current 

DurchlaBstrom, Mittelwert 
Average forward current 

UR= 0 

Verlustleistung 
Power dissipation 

I = 5 mm, IL s; 45 °C 
I ~ 28 mm, IL = konstant 

constant 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

B 2/V.L 17/0474 Ausgabe 2 

URRM 

UR 

1FAV 

Pv 
Pv 

lj 

1stg 

Normgehiiuse 
Case 

51A2 DIN 41880 
JEDEC DO 7 

Gewicht · Weight 
max. 0,2 g 

BAY86 BAY87 BAY88 

60 

50 

120 

100 

30 
4 

800 

250 

250 

250 
210 

150 

-55 ... +150 

350 

300 

v 

v 

A 
A 

mA 

mA 

mA 

mW 
mW 

oc 

oc 
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BAY 86 ·BAY 87 ·BAY 88 

Warmewiderstand 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

tl = konstant, I = 5 mm 
constant 

KenngroBen 
Characteristics 

I = ungekOrzt 
unbridged 

1j = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

IF= 100mA 

Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 50V BAY 86 
UR= 100V BAY 87 
UR= 300V BAY 88 

ti = 100°c 
UR= 50V BAY 86 
UR= 100V BAY 87 
UR= 300V BAY 88 

Diodenkapazitat 
Diode capacitance 

UR= 10V, f = 0,5 MHz 

ROckwartserholzeit 
Reverse recovery time 

IF = IR = 10 mA, iR = 1 mA, RL = 1000 

*) AOL ~ 0,65% 

88 

UF*) 

IR 
IR 
IR 

IR 
IR 
IR 

Co 

1rr 

Min. Typ. Max. 

420 K/W 

500 KIW 

0,82 1 v 

21 100 nA 
8 100 nA 

13 100 nA 

10 µA 
15 µA 
20 µA 

2,5 pF 

3 µs 



BAY 86 ·BAY 87 ·BAY 88 

EEffffffiiBAA'YYl86 I-+- 74344 Ttk 

1-- - l-+- -

11+-L...J....J-!-l-J-.!......l.....J....+."""--1.....L....J-!-'-'-............, 
0 10 20 30V 

0,4 0,8 

UR-

1,2 v 
uF-

3 
pF 

2 

I\ 

~ 

0 
0,1 

I# 

100 

' 

1\ ( = 0,5MHz 

i 'i = 2s°C 

I 1T 
1". 
n 

-· :s 
1' 

_l ~ 
_i 

l' 

200V 
uR-

74 34 e Ttk 

i 

'I-... 
N 

10 v 

89 





Silizium-Diffusions-Diode 
Silicon diffusion diode 

Anwendungen: Allgemein, fQr sehr hohe Betriebsspannungen 

Applications: General purpose, for very high supply voltages 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

KATHOOE "2 6 '10 55 

CATHODE I a: 
C:j---------+-._ 7,2 .E:J 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Periodische Spitzensperrspannung 
Repetitive peak reverse voltage 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

StoBdurchlaBstrom 
Surge forward current 

tp = 1 O µs 
tp = 1 Oms 

Periodischer DurchlaBspitzenstrom 
Repetitive peak forward current 

DurchlaBstrom 
Forward current 

DurchlaBstrom, Mittelwert 
Average forward current 

UR= 0 

Verlustleistung 
Power dissipation 

I = 5 mm, t L '.":: 45 °C 
I = ungekurzt, IL = konstant 

unbridged constant 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2 

BAY89 

Normgehause 
Case 

51A2 DIN 41880 
JEDEC DO 7 

Gewicht · Weight 
max. 0,2 g 

600 

500 

30 
4 

800 

250 

250 

190 
160 

125 

-55 ... +125 

v 

v 

A 
A 

mA 

mA 

mA 

mW 
mW 

oc 

oc 

91 

I 



BAY 89 

Wiirmewiderstand Min. Typ. Max. 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

IL = konstant, I = 5 mm RthJA 420 K/W 
constant 

I = ungekurzt 
unbridged 

RthJA 500 K/W 

KenngroBen 
Characteristics 

lj = 25°C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

/F = 100mA UF*) 0,82 1 v 
Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 500V /R *) 0,11 1 µA 
UR= 500 v, 1j = 100°c IR**)') 30 µA 

Diodenkapazitat 
Diode capacitance 

UR = 10 V, f = 10 MHz Co 3 pF 

Ruckwii.rtserholzeit 
Reverse recovery time 

IF= IR= 10mA, iR = 1mA, RL = 1000 1rr 10 µs 

*) AQL ~ 0,65%, **) AQL ~ 2,5% 
Ip 

1) T ~ 0,01, Ip :S 20ms 
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Silizium-Diffusions-Diode 
Silicon diffusion diode 

Anwendungen: Schnelle Schaller, !Ur hohe Betriebsspannungen 

Applications: Fast switches, with high supply voltages 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Periodische Spitzensperrspannung 
Repetitive peak reverse voltage 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

StoBdurchlaBstrom 
Surge forward current 

t 
-P s 0,02, Ip s 1ms 

Periodischer DurchlaBspitzenstrom 
Repetitive peak forward current 

DurchlaBstrom 
Forward current 

Verlustleistung 
Power dissipation 

I ~ 4 mm, IL s 25 °C 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2 

URRM 

UR 

1FSM 

/FRM 

/F 

Pv 
t j 

I stg 

BAY92 

Normgehause 

51A2 DIN 41880 Case I 
JEDEC DO 7 

Gewicht · Weight 
max. 0,2 g 

650 v 

600 v 

1 A 

200 mA 

100 mA 

230 mW 

150 oc 

-65 ... +150 oc 

95 



BAY92 

Wiirmewiderstand Min. Typ. Max. 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

I = 4 mm, IL = konstant RthJA 450 K/W 
constant 

KenngroBen 
Characteristics 

lj = 25°C 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

IF= lOOmA UF*) 1 v 
Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 600V IR*) 0,25 1 µA 

Diodenkapazitat 
Diode capacitance 

UR = 10 V, f = 1 MHz Co 2,5 4 pF 

Ruckwartserholzeit 
Reverse recovery time 

IF = /R = 10 mA, iR = 1 mA, RL = 1000 1rr 350 500 ns 

*) AQL = 0,65% 
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Silizium-Epitaxial-Planar-Diode 
Silicon epitaxial planar diode 

Anwendungen: Sehr Schnelle Schaller 

Applications: Very fast switches 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

KATHODE 

CATHODE ) 

~F= I 
L2a_J 3,9 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Periodische Spitzensperrspannung 
Repetitive peak reverse voltage 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

StoBdurchlaBstrom 
Surge forward current 
Ip~ 1 µs 

Periodischer DurchlaBspitzenstrom 
Repetitive peak forward current 

DurchlaBstrom 
Forward current 

DurchlaBstrom, Mittelwert 
Average forward current 

UR= 0 

Verlustleistung 
Power dissipation 

I= 4mm, IL= 45cc 
IL~ 25cc 

Sperrschichttemperatur 
,Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2 

1FAV 

Py 
Py 

lj 

1stg 

BAY93 

Normgehause 
Case 

54A2 DIN 41880 
JEDEC DO 35 

Gewicht · Weight 

25 

20 

2 

225 

115 

75 

440 
500 

200 

-55 ... +200 

m .. 0.15g I 
v 

v 

A 

mA 

mA 

mA 

mW 
mW 

cc 

cc 
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BAY 93 

Wiirmewiderstand Min. Typ. Max. 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

I= 4 mm, IL= konstant RthJA 350 K/W 
constant 

KenngroBen 
Characteristics 

tj = 25°C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

IF= 10mA UF*) 1 v 

Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 1ov, ti= 150°C IR**) 100 µA 

Durchbruchspannung 
Breakdown voltage 

IR= 1 µA U(BR) *) 20 v 

Diodenkapazitat 
Diode capacitance 

UR = 0, J = 1 MHz, UHF = 50 mV Co 5 pF 

ROckwartserholzeit 
Reverse recovery time 

IF= IR= 10mA, iR = 1mA 1 rr 15 ns 

*) AQL = 0,65% **)AOL= 2,5% 

98 



88104 

Silizium-Epitaxial-Planar-Kapazitats-Zweifachdiode 
Silicon epitaxial planar dual capacitance diodes 

Anwendungen: Abstimmung von zwei getrennten Kreisen und Gegentaktschaltungen im UKW-Bereich 

Applications: Tuning separate resonant circuits, pust-pul/ circuits in VHF range 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

DurchlaBstrom 
Forward current 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2 

UR 

/F 

1stg 

Kunststoffgehii.use 
Plastic case 

SOT33 
Gewicht · Weight 

max. 0,2g 

30 v 

100 mA 

-55 ... +150 oc 

I 
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88104 

KenngroBen 
Characteristics 

tj = 25°C 

Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 30 V 

Ourchbruchspannung 
Breakdown voltage 

IR= 10 µA 

Oiodenkapazitii.t 
Diode capacitance 

UR= 3 V, f = 1 MHz 

UR= 30 V, f = 1 MHz 

Kapazitiitsverhiiltn is 
Capacitance ratio 

/=100MHz 

Serienwiderstand 
Series resistance 

Gruppe: griin 
Group: green 

blau c0 
blue 

Co ( 3 V) 

Co (30 V) 

Co= 38 pF, f = 100 MHz 
's 

80 
pF 

60 

40 

20 

100 

0 
0,1 

N 
~ 

BB 104 blau 

§ 
blue 

BB 104 gri.in ~ 
green I "'\;l\ 

l'l 1i1 
N 

741530 Tfk 

/ = 1 MHz 

'i =25 °C 

~ 
~ 

"I 

4 

3 

t---1 

t---1 

2 t---1 

0 
0,1 

Min. Typ. Max. 

50 nA 

32 v 

34 39 pF 

37 42 pF 

14 pF 

2,5 2,65 2,8 

0,3 0,4 Q 

74987 Ttk 

!"'I 

~ 
1 

~ 
Con= 

Co \ 
C0 (UR =30V) 

f =1 MHz ~ 
t1=25°C 

~ 
~ 



BB 105A ·BB 105B ·BB 105G 

Silizium-Epitaxial-Planar-Kapazitats-Variationsdioden 
Silicon epitaxial planar capacitance variation diodes 

Anwendungen: Frequenzabstimmung in FS-Geraten: 
BB 105 A UHF-Tuner bis 790 MHz 
BB 105 B UHF-Tuner bis 860 MHz 
BB 105 G fUr VHF-Tuner, zusatzlich durch einen grOnen Farbstrich gekennzeichnet 

Applications: Frequency tuning in TV receivers: 
BB 105 A UHF tuner up to 790 MHz 
BB 105 B UHF tuner up to 860 MHz 
BB 105 G for UHF tuner in addition marked with a green colour stroke 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Die Kathode ist durch einen weiBen 
Farbstrich gekennzeichnet 

The cathode is marked with a 
white colour stroke 

Periodische Spitzensperrspannung 
Repetitive peak reverse voltage 

URRM 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

B 2/V.1.1110474 Ausgabe 2 

UR 

tj 

tstg 

Kunststoffgehause 
Plastic case 

SOD 23 
Gewicht · Weight 

max. 0,1 g 

30 v 

28 v 

60 oc 

-55 ... +60 oc 

101 

I 



BB 105A • BB 105B • BB 105G 

KenngroBen Min. Typ. Max. 
Characteristics 

102 

ti = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 28V IR 50 
UR= 28V, ti= 60°C IR 0,5 

Oiodenkapazitat 
Diode capacitance 

f= 0,5MHz, UR= lV BB 105A co1l 17 
BB 105B ·BB 105G Col) 17,5 

UR= 3V Col) 11,5 
UR= 25V BB 105A Col) 2,3 2,8 

BB 105B Col) 2,0 2,3 
BB 105G Co1l 1,8 2,8 

Kapazitatsverhaltnis 
Capacitance ratio Co ( 3V) 

f= 0,5MHz BB 105A 4 5 
Co (25 V) 

BB 105B 
Co ( 3V) 

4,5 6 
Co (25V) 

BB 105G 
Co ( 3V) 

4 6 
Co (25V) 

Serienwiderstand 
Series resistance 

Co= 9pF, f= 470MHz BB 105A 's 0,6 0,8 
BB 105B 's 0,7 0,8 
BB 105G 's 0,9 1,2 

1 ) Gleichlaufabweichung: In satzweisen Zusammenstellungen, im Spannungsbereich LI=!= 0,5 ... 28 V, betragt die 
Kapazitatsabweichung tor BB 105 A, BB 105 B max. 3% und fur BB 105 G max. 6%. 
Synchronisation deviation: In sets of matched diodes, in voltage range UR = 0.5 ... 28 V, is the capacitance 
tolerance for BB 105 A, BB 105 B max. 3% and for BB 105 G max. 6%. 

nA 
µA 

pF 
pF 
pf 
pF 
pF 
pF 

Q 

Q 
Q 



BB 105A ·BB 105B ·BB 105G 
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88109 

Silizium-Epitaxial-Planar-Kapazitats-Variationsdiode 
Silicon epitaxial planar capacitance variation diode 

Anwendungen: Abstimmschaltungen im VHF-Bereich 

Applications: FM-tuning circuits in VHF range 

Besondere Merkmale: Features: 
• GroBer Kapazitats-Variationsbereich • High capacitance tuning range 

• Garantierte Toleranzen der Dioden 
eines Satzes untereinander 

• Guaranted matching tolerances in a set 
from diode to diode 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Die Kathode ist durch einen gelben 
Farbstrich gekennzeichnet 

The cathode is marked with a 
yellow colour stroke 

Periodische Spitzensperrspannung 
Repetitive peak reverse voltage 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2 

Kunststoffgehause 
Plastic case 

SOD 23 
Gewicht · Weight 

max. 0,1 g 

30 v 

28 v 

-55 ... +125 cc 

105 
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88109 

KenngroBen 
Characteristics 

106 

ti = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 28V 
UR= 28V, ti= 60°C 

Diodenkapazitat 
Diode capacitance 

f= 1MHz, UR= 3V, 
UR= 25V 

Kapazitatsverhaltnis 
Capacitance ratio 

J= 1MHz 

Serienwiderstand 
Series resistance 

CD = 10 pf, f = 600 MHz 

Serieninduktivitat 
Series inductance 

I= 1,5 mm 

1 ) Gleichlaufabweichung: In satzweisen Zusammen­
stellungen, im Spannungsbereich UR = 0,5 ... 28 V, 
betragt die Kapazitatsabweichung max. ± 1,5%. 
Synchronisation deviation: In sets of matched 
diodes, in voltage range UR = 0.5 ... 28 V, is the 
capacitance tolerance max. ± 1.5%. 

IR 
IR 

Col) 
Co1) 

Co ( 3V) 

CD (25V) 

40 
pf 

30 

20 

10 

5 
0,1 

Min. Typ. Max. 

0,4 50 nA 
0,5 µA 

26 32 pF 

4,3 6 pF 

5 6,5 

0,5 0 

5 nH 

741530 Tfk 

I\ 
1' 

\ 
l 1111 

~ 
t1= 25°C 

x 

~ 
}.. 



BB 204 

Silizium-Epitaxial-Planar-Kapazitats-Zweifachdiode 
Silicon epitaxial planar dual capacitance diodes 

Anwendungen: Abstimmung von zwei getrennten Kreisen und Gegentaktschaltungen im UKW-Bereich 

Applications: Tuning separate resonant circuits, pust-pull circuits in VHF range 

Abmessungen m mm 
Dimensions in mm 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

DurchlaBstrom 
Forward current 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

s 2/V.1.1710474 Ausgabe 2 

UR 

IF 

1stg 

30 

100 

Normgehause I 
Case 

JEDEC TO 92 
Gewicht · Weight 

max. 0,2 g 

v 

mA 

-55 ... +150 oc 

107 



88204 

KenngroBen 
Characteristics 

lj = 25°C 

Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 30V 

Ourchbruchspannung 
Breakdown voltage 

/R = 10 µA 

Oiodenkapazitat 
Diode capacitance 

UR= 3 V, f = 1 MHz 

UR= 30 V, f = 1 MHz 

Kapazitatsverhaltnis 
Capacitance ratio 

j = 100 MHz 

Serienwiderstand 
Series resistance 

Gruppe: griin 
Group: green 

blau 
blue 

Co= 38 pF, f = 100 MHz 

80 
pF 

60 

40 

20 

0 
0,1 

108 

N 
l"'i 

BB 204 blau 

~ 
blue 

ee204grii~~ 
green \ 

N 

74996Tfk 

f = 1 MHz 

ti =25"C 

~ 
~ 

I' 

Min. Typ. Max. 

Co (33 V) 

Co (30V) 

4 

3 

f\ 

' I 

32 

34 

37 

2,5 

t1 
1 

14 

2,65 

0,3 

! 

~ 
I 

1--
Con= 

Co 

C0 (UR =30V) f----1 

2 t--1 

1-+· 

0 
0,1 

{ = 1 MHz ~ 
'i = 25 °C 

50 nA 

v 

39 pF 

42 pF 

pF 

2,8 

0,4 0 

14 g a 1 Ttk 

:s: 
]'-... 



BB205A·BB205B·BB205G 

Silizium-Epitaxial-Planar-Kapazitats-Variationsdiode 
Silicon epitaxial planar capacitance variation diode 

Anwendungen: Frequenzabstimmung in FS-Geraten: 
BB 205A UHF-Tuner bis 790 MHz 
BB 205 B UHF-Tuner bis 860 MHz 
BB 205 G flir VHF-Tuner, zusatzlich durch einen grUnen Farbstrich gekennzeichnet 

Applications: Frequency tuning in TV receivers: 
BB 205 A UHF tuner up to 790 MHz 
BB 205 B UHF tuner up to 860 MHz 
BB 205 G for VHF tuner in addition marked with a green colour stroke 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Periodische Spitzensperrspannung 
Repetitive peak reverse voltage 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

KenngroBen 
Characteristics 

ti = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 28 V 
UR= 28 V, ti = 60°C 

B 2/V.2. 572/0875 Ausgabe 2 

URRM 

UR 

lj 

1stg 

Kunststoffgehause I 
Plastic case 

SOD 23 
Gewicht · Weight 

max. 0,1 g 

Kathode ist durch einen weiBen 
Farbstrich gekennzeichnet 

Cathode is marked with a 
white colour stroke 

30 

28 

100 

-55 ... +100 

Min. Typ. Max. 

50 
0,5 

v 

v 

oc 

oc 

nA 
µA 

109 



BB 205 A · BB 205 B · BB 205 G 

110 

Oiodenkapazitat 
Diode capacitance 

f = 0,5 MHz, UR = 1 V BB 205 A 
BB 205 B · BB 205 G 

UR= 3V 

Kapazitiitsverhiiltnis 
Capacitance ratio 

f = 0,5 MHz 

Serienwiderstand 
Series resistance 

Co = 9 pF, f = 470 MHz 

I I Ill 
f= 0,5 MHz 

lamb= 25 "C 

BB 205 A 
BB 205 B 
BB 205 G 

BB 205 A 

BB 205 B 

BB 205 G 

BB 205 A 
BB 205 B 
BB 205 G 

761780 

16+-~+---+---Hl-H'++'~---/~t-+-+++~ 

pF --\ 

l\ 

4+-~+---+---Hl-H++l~,._---+~t-+-+t-+1~ 

~ ~ 

o+-~.J...._..J....J...+..J....L..u+-~-'---'--'-j.-1-L..J..jJ 

1 5 10 

Min. Typ. Max. 

Co') 
Co') 

Co') 

Co') 
Co') 
Co') 

Co ( 3 V) 

Co (25 V) 

Co ( 3 V) 

Co (25 V) 

Co ( 3 V) 

Co (25 V) 

's 
's 
's 

t 
TKc 

1 
iC 

~ 
1' 

...... 

2,0 
1,9 
1,8 

4,3 

5,0 

4,3 

~ 
r-).. 

17 
17 

11 

0,6 
0,7 
0,9 

~ 

2,5 
2,2 
2,6 

5,3 

6 

6 

0,8 
0,8 
1,2 

79 17 81 

' 

5 10 

pF 
pF 

pF 

pF 
pF 
pF 

0 
0 
0 

1) Gleichlaufabweichung: In satzweisen Zusammenstellungen, im Spannungsbereich UR= 0,5 ... 28 V, be­

triigt die Kapazitiitsabweichung max. 3%. 

Synchronisation deviation: In sets of matched diodes, in voltage range UR= 0.5 ... 28 V, is the capacitance 

tolerance max. 3 %. 



88209 

Silizium-Epitaxial-Planar-Kapazitats-Diode 
Silicon epitaxial planar capacitance diode 

Anwendungen: Abstimmschaltungen im VHF-Bereich und in CATV-Anlagen 

Applications: FM-tuning circuits in VHF range and CA TV systems 

Besondere Merkmale: 

• GroBer Kapazitats-Variationsbereich 

• Garantierte Toleranzen der Dioden 
eines Satzes untereinander;;;; ± 1,5% 

Features: 

• High capacitance tuning range 

• Guaranted matching tolerances in a set 
from diode to diode;;;;± 1.5% 

Vorlaufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Periodische Spitzensperrspannung 
Repetitive peak reverse voltage 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

DurchlaBstrom 
Forward current 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

KenngroBen 
Characteristics 

tj = 25°C, falls nicht-anders angegeben 
unless otherwise specified 

Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 28 V 
UR= 28V, ti= 60°C 

B 2/V.2. 592/0576 Ausgabe 2 

2,4 0,2 

URRM 

UR 

IF 

tj 

1stg 

Kunststoffgehause I 
Plastic case 

SOD 23 
Gewicht · Weight 

max. 0,1 g 

Kathode ist durch einen orangen­
farbigen Strich gekennzeichnet 

Cathode is marked with an 
orange colour stroke 

30 

28 

20 

100 

-55 ... +100 

Min. Typ. Max. 

50 
0,5 

v 

v 

mA 

oc 

oc 

nA 
µA 
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88209 

112 

Oiodenkapazitii.t 
Diode capacitance 

f = 0,5 MHz, UR = 1 v 
UR= 3V 
UR= 25 V 

Kapazitii.tsverhii.ltnis 
Capacitance ratio 

f = 0,5 MHz 

Serienwiderstand 
Series resistance 

Co= 12 pF, f = 330 MHz 

Gute 
Quality 

UR= 3V, f = 50 MHz 
UR = 25 V, f = 300 MHz 

Serieninduktivitii.t 
Series inductance 

/= 7 mm 

40 
pF 

30 

20 

10 

0 
0,1 

1'\ 

Min. Typ. Max. 

Co') 31 pF 
Co') 21 pF 
Co') 2,6 3,0 pF 

Co ( 3 V) 

Co (25 V) 
6,8 

's 0,85 0 

Q 180 
Q 250 

Ls 4,5 nH 

Dtt 761883 

lli 
f = 0,5 MHz 

ti= 25 °C 

~ 
' ~ 

I~ 

~ 
~ 

1) Gleichlaufabweichung: In satzweisen Zusammenstellungen, im Spannungsbereich UR= 0,5 ... 28 V, 
betragt die Kapazitatsabweichung max.± 1,5%. 
Synchronisation deviation: In sets of matched diodes, in voltage range UR = 0.5 ... 28 V: 
is the capacitance tolerance max.± 1.5%. 



88304 

Silizium-Epitaxial-Planar-Kapazitats-Zweifachdiode 
Silicon epitaxial planar dual capacitance diodes 

Anwendungen: Abstimmung von zwei getrennten Kreisen und Gegentaktschaltungen im UKW­
Bereich, speziell fi.ir Autoradios 

Applications: Tuning separate resonant circuits, pust-pull circuits in VHF range 
especially for car-radios 

Vorliiufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

2Q• 

/ ~ 

5• ~5fl!t, =l==~di; I 
1 -----, 

4,2 ---- 5.2---- 2 ---- 1· ~ 0.5 

11,2----

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Periodische Spitzensperrspannung 
Repetitive peak reverse voltage 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

DurchlaBstrom 
Forward current 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

URRM 32 

UR 30 

/F 100 

ti 100 

Normgehause 
Case 

10A3DIN41868 
JEDECTO 92 

Gewicht · Weight 
max. 0,2 g 

v 

v 

mA 

oc 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

1stg -55 ... +100 oc 

KenngroBen 
Characteristics 

ti = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 30 V 
UR = 30 V, ti = 60 °C 

S 8/V.2.707/0279 Ausgabe 1 

Min. Typ. Max. 

50 
0,5 

nA 
µA 
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88304 

Min. Min. Typ. Max. 
Oiodenkapazitat 
Diode capacitance 

UR = 2 V, f= 1 MHz Co') 42 47,5 pF 

Gruppe/Group: rot/red Co 42 43,5 pF 
gelb/ye//ow Co 43 44,5 pF 
weiB/white Co 44 45,5 pF 
griin/green Co 45 46,5 pF 
blau/bfue Co 46 47,5 pF 

Kapazitatsverhaltnis 
Capacitance ratio Co (2V) 

f= 1 MHz 
C0(8V) 

1,65 1,75 

Serienwiderstand 
Series resistance 

Co= 38 pF, f= 100 MHz 's 0,3 0,4 Q 

Gute 
Quality 

Co= 38 pF, f = 100 MHz Q 100 150 

1) Bei Bedar! in farbcodierten Gruppen lieferbar. 
Available in colour-coded groups, if neccessary. 
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BB 505 B · BB 505 G 

Silizium-Epitaxial-Planar-Kapazitats-Variationsdiode 
Silicon epitaxial planar capacitance variation diode 

Anwendungen: Frequenzabstimmung in FS-Geraten: 
BB 505 B UHF-Tuner bis 860 MHz 
BB 505 G tur VHF-Tuner 

Applications: Frequency tuning in TV receivers: 
BB 505 B UHF tuner up to 860 MHz 
BB 505 G for VHF tuner 

Vorliiufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Periodische Spitzensperrspannung 
Repetitive peak reverse voltage 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

KenngroBen 
Characteristics 

ti = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 28V 
UR = 28 V, ti = 60 °C 

S 8/V.2. 705/0279 Ausgabe 1 

URRM 

UR 

ti 

tstg 

30 

28 

100 

Normgehause 
Case 

54A2 DIN 41880 

JEDECDO 351 
Gewicht · Weight 

max. 0,15 g 

v 

v 

oc 

-55 ... +100 oc 

Min. Typ. Max. 

50 
0,5 

nA 
µA 
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BB 505 B · BB 505 G 

t 
Co 

16 
pF 

12 

8 

Oiodenkapazitat 
Diode capacitance 

f= 0,5 MHz, UR= 1 v Co'> 
UR= 3 V c0 1) 

UR = 25 V BB 505 B Co 1) 

BB505G c0 1) 

Kapazitatsverhaltnis 
Capacitance ratio 

f= 0,5 MHz 

Serienwiderstand 
Series resistance 

Co= 9 pF,f= 470 MHz 

THTTT 
!= 0,5 MHz 

~ 
'amb = 25 °C 

\ 

~ 
~ 
~ 

BB505 B 
Co( 3V) 

Co (25V) 

BB505 G 
Co( 3V) 

Co (25V) 

BB505 B 's 
BB505G 's 

761780 

4-'---1-___j__-l-J__)_U_~f'\::~_j__l-l--l-W~ 

~ 

O.J-~....J...-l.-l..-1-L..U.JJ....~....J...-l.-l..-1-L..J..l.l. 

1 5 10 

t 
TKc 

1 
iC 

Min. 

2,0 
1,8 

4,5 

4,3 

~ 
1' 

-...... 

"""" 

Typ. 

~ 

17 
11 

0,7 
0,9 

Max. 

2,3 
2,5 

5,8 

6 

0,8 
1,2 

~ 
::-.: 

5 10 

791781 

1) Gleichlaufabweichung: In satzweisen Zusammenstellungen, im Spannungsbereich UR= 0,5 .. 28 V, 
betragt die Kapazitatsabweichung max. 3 %. 

pF 
pF 
pF 
pF 

Q 
Q 

Synchronisation deviation: In sets of matched diodes, in voltage range UR = 0.5 .. 28 V, is the capacitance 
tolerance max. 3 %. 
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BY 201/ ... 

Silizium-Mesa-Dioden 
Silicon Mesa diodes 

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z. B. flir zeilenfrequenten Betrieb im Fernseh­
gerat und Schaltnetzteile. 

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode 
power supply. 

Wesentliche Merkmale: 

• Hohe Sperrspannung 

• Kurze Schaltzeit 

• Geringe Umschaltverluste 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings· 

Periodische Spitzensperrspannung 
Repetitive peak reverse voltage 

KATHODE 

J::,; 20 kHz, t ::,; 12 µs BY 201/2 
BY 201/3 
BY 201/4 
BY 201/5 
BY 201/6 

Sperrspannung, Scheitelsperrspannung 
Reverse voltage, crest working reverse voltage 
Fig. 1 BY 201/2 

B 2/V.1. 17/0474 Ausgabe 3 

BY 201/3 
BY 201/4 
BY 201/5 
BY 201/6 

Features: 

• High reverse voltage 

• Short switching time 

• Low switching Joss 

%3,1 %0,9 

URRM 
URRM 
URRM 
URRM 
URRM 

UR= URWM 
UR= URWM 
UR= URWM 
UR= URWM 
UR= URWM 

Kunststoffgehause 
Plastic case 

,., JEDEC DO 7 
Gewicht · Weight 

max. 0,5 g 

250 
350 
450 
550 
650 

200 
300 
400 
500 
600 

v 
v 
v 
v 
v 

v 
v 
v 
v 
v 
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BY 201/ ... 

DurchlaBstrom, Mittelwert 
Average forward current 
Fig. 3 bei UR s; 100V 

RthJA s; 100°ctw 
RthJA s; 50°C/W 

Periodischer DurchlaBspitzenstrom 
Repetitive peak forward current 

StoBdurchlaBstrom 
Surge forward current 

tp s; 10 ms 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

200+-+-l---l--+-+-+-+--+--+-+-+-l---l--+--1 
·c i--1---1--+-+-+-+--+--+-+-+-1---!--+-+-i 

BY201/2 
~,_.--+-+7--<I BY201/3 

150 __ =+---+lli_-l--+-fl+-+-BY201/4 '-+-
!SI' lJ_ 1 BY201/5 

!SI ~ I/._ 1 BY201/8 

50~1---l--+---+-+--l--+--+--+-.f--1---<l---l-+~ 

Flg.1 

0 200 

118 

/FAV 
1FAV 

/FRM 

/FSM 

ti 

tstg 

BO 
K/W 

60 

40 

20 

0 
i 

0,9 A 
1,5 A 

6 A 

30 A 

150 oc 

-40 ... +125 oc 

791317 

1-'I 
~ 

i)-1 
161 

~ 
i...1 

VI 

~ V1 
f-+-1 

l7I f-+-1 

1-H 
Lonttf-f-+-1 , cv11sra111 

Flg.2 

10 15 20 25mm 
1-



Warmewiderstand 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

t L = konstant, I= 15mm Fig. 2 RthJA 
constant 

I= rxi RthJA 2) 

KenngroBen 
Characteristics 

tj = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

IF= 1A uF1) 

Sperrstrom 
Reverse continuous current 

UR IR') 
UR, ti= 125°C IR1) 

ROckwartserholzeit 
Reverse recovery time 

IF= IR= 1A, iR = 100mA 1 rr 

beim Umschalten von: 
by switching from: 

di 
IF = 1,0 A, UR ?: 50 V, dt = 1,0 A/µs 1 rr 

Sperrverzogerungsladung Qrr 
Reverse recovery charge 

Ip 
1) T ~ 0,01, Ip ~ 0,3 ms 

2) AnschluBdriihte ungekurzt, keine Wiirmeableitung Ober Halterung 
Unabridged connecting terminals, no heat conduction through the holder 

BY 201/ ... 

Min. Typ. Max. 

50 K/W 

100 K/W 

1,2 v 

I 6 µA 
500 µA 

200 ns 

350 ns 

60 nC 
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BY 201/ ... 

1-+-+---+-+-t-t-+---1 ti-laL~ 'K\~ OJ 1 °50 "":)~~~'.~,',~'• 
~ J-+--+-+-+---1 ~ --RthJA!::1QOK/W 

1-t--+--+--+-+-t--i-+--+--+-+-,___,-+--+--+--+-+---<-+-< - - - R thJA :s 50 K/W, Fig. 2 

1-t-t---+-+-t-t-t---+-+-----j 11~5"'nJOf----t--t-+-t-i-t----t--t-+-f- BY 201/2 -+-j_~j_-+--1r-+-+---+-+-r-+-+---+ oc L BY201/3 

_jJ v1 
BY201/4 

\ 

\ 50 
100°c 

Fig.3 

0 100 200 300 400 500 600V 

URWM---

79. 13 20 

.t H4 

-+--+-+-+-+---+--+-+-+-t-z_t~h_p__,f---_,__,H =1 rn) -+---+-+++--+--t-+t--1 

>-+---+-~~'+----'--+-+-~'l_-+--+-+-+--~-+-+-++---+--+--+-~1-+-1~1-+-11~1-+-r-+--++---+--+-+-+-< 
I' 

' 

t--T--+--t-t-t--T---t-+-t-t-- 0 05 h 5 ~ 

1--+---+-<-++-----<-+-1-++-- o 022-1 .• ~.!"iwL<-t---t--HH---t---t--t-H---t---t--HH---t--~tirtt-t---t-1"ti ;:;;;:r: .11 I\ 
t--t---t-t-tt----+--+ ..... --+tH~i-""'~J.2j~o.01!"'i ~ 

'Ftg.4 
0,01 0,1 10ms o~ 10A 

1RFM-rp-
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10+-+---+--+--t-+---+--+-+~r-+--+--t-+---+--+--I 

At-+---+--+-+--+-+-t-'1--t-i-+--+-t-+-~ 

8+-+---+--+--t-+---+--+-ft--j 'i = 25 °C r-+­
'• 7=0.01 r-+-
t p = 0,3 m• t--+--

6+-+---+--+--t-+---+---tt-t---+--+--t-+---+--+--1 

4+-+-t--+-t-+----+--,tt-+--+--+-+--+--+--+-t 

1 
I 

2+-+-+--+-t-+---+-t--+--+-+--+-+--+-t 

t 
Flg.5 

0 2V U. 
F--

BY 201/ ... 

I 
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Silizium-Mesa-Dioden 
Silicon Mesa diodes 

BY 203/ ... 

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z. B. fUr zeilenfrequenten Betrieb im Fernseh­
gerat und Schaltnetzteile. 

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode 
power supply. 

Abmessungen in mm 
Dimensions In mm 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

KATHODE 

Sperrspannung, Scheitelsperrspannung 
Reverse voltage, crest working reverse voltage 

BY 203/12 
BY 203/16 
BY 203/20 

StoBdurchlaBstrom 
Surge forward current 
Ip~ 0,1ms 

Periodischer DurchlaBspitzenstrom 
Repetitive peak forward current 

DurchlaBstrom 
Forward current 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2 

#3,1 .l!f0,9 

Kunststoffgehiiuse I 
Plastic case 

,.,JEDEC DO 7 
Gewicht · Weight 

max. 0,5g 

1200 v 
1600 v 
2000 v 

20 A 

2,5 A 

250 mA 

150 oc 

-65 ... +150 oc 
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BY 203/ ... 

Wiirmewiderstand 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

IL = konstant, I= 5mm 
constant 

I= oo 

KenngroBen 
Characteristics 

ti = 25°C 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

IF= 200mA 

Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 700V 

UR= lOOOV 
UR= 1200V 

Durchbruchspannung 
Breakdown voltage 

IR= 100µA 

ROckwartserholzeit 
Reverse recovery time 

200+-1-+--+--+-+--<I-+-+--+-+-<-+-+--+---< 
'C 

160t-1--1+-~t--+-B~Y"' ""20-3 /~12-+-~--+----j BY 203120 

1---lK~~""l'c-+_,,,.+-4 ·~0311• f-+r-_i~-1 

801+-+--<1-+---+--+-+-<>-+-+--+-+---i'-r--+-

40+-+-+--+--+--+-!-+--+--+-+-!-+--+--+-

0 400 800 1200 v 
UR.URAM-

RthJA 

RthJA 2) 

uF1) 

BY 203/12 IR 
BY 203/16 /R 
BY 203/20 /R 

BY 203/12 U(BR) 
BY 203/16 U(BR) 
BY 203/20 U(BR) 

Min. Typ. Max. 

50 K/W 

100 K/W 

2,4 v 

2 µA 
2 µA 
2 µA 

1200 v 
1600 v 
2000 v 

/F =IR= lOmA, iR = lmA 1rr 550 ns 

Ip 1) T ~ 0,01, Ip ~ 0,3 ms 2) AnschluBdrahte ungekOrzt, keine Warmeableitung Ober Halterung 
Unabridged connecting terminals, no heat conduction through the holder 
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Silizium-Mesa-Dioden 
Silicon Mesa diodes 

BY 204/ ... 

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z. B. fi.ir zeilenfrequenten Betrieb im Fernseh­
gerat und Schaltnetzteile. 

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode 
power supply. 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

KATHODE 

Sperrspannung, Scheitelsperrspannung 
Reverse voltage, crest working reverse voltage 

BY 204/4 
BY 204/8 
BY 204/10 

StoBdurchlaBstrom 
Surge forward current 
Ip~ 0,1 ms 

Periodischer DurchlaBspitzenstrom 
Repetitive peak forward current 

DurchlaBstrom 
Forward current 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2 

.03,1 %0,9 

Kunststoffgehause I 
Plastic case 

""JEDEC DO 7 
Gewicht · Weight 

max. 0,5 g 

400 v 
800 v 

1000 v 

20 A 

2,5 A 

400 mA 

150 oc 

-65 ... +150 oc 

125 



BY 204/ ... 

Wiirmewiderstand 
Thermal resistarR 

Sperrschichl-U!Jlgebung 
Junction ambient 

IL = konstant, I = 5 mm 
constant 

KenngroBen 
Characteristics 

tj = 25°C 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

/F=200mA 

Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 250V 
UR= 500V 
UR= 600V 

I= oo 

Durchbruchspannung 
Breakdown voltage 

/R = 100 µA 

Ruckwartserholzeit 
Reverse recovery time 

200 
'C 

160 

120 

80 

40 

0 

/F = /R = 10 mA, iR = 1 mA 

Ip 
1) T ~ 0,01, 'P ~ 0,3 ms 

126 

76 1918 

1--t-+- BY204/4 

A 
BY204/10 

K B~04/8 J: 

~ 1-· :rs: 
~RRM t· 

T"--j... J_ 

200 

BY 204/4 

BY 204/8 
BY 204/10 

BY 204/4 
BY 204/8 
BY 204/10 

,..... 
u. r-

400 600 v 
UR,URRM -

RthJA 

RthJA 2) 

UF') 

JR 
JR 
JR 

U(BR) 
U(BR) 
U(BR) 

1 rr 

Min. Typ. Max. 

50 K/W 

100 K/W 

1,2 v 

2 µA 
2 µA 
2 µA 

400 v 
800 v 

1000 v 

550 ns 

2) AnschluBdrahte ungekurzt, keine Warmeableitung uber Halterung 
Unabridged connecting terminals, no heat conduction through the holder 



BY 211/ ... 

Silizium-Mesa-Dioden 
Silicon Mesa diodes 

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schaller z. B. fUr zeilenfrequenten Betrieb im Fernseh­
gerat und Schaltnetzteile. 

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode 
power supply. 

Wesentliche Merkmale: 

• Hohe Sperrspannung 

• Kurze Schaltzeit 

• Geringe Umschaltverluste 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Features: 

• High reverse voltage 

• Short switching time 

• Low switching loss 

c------27----< 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

15 

Periodische Spitzensperrspannung 
Repetitive peak reverse voltage 

.f-::;, 20 kHz, t -::;, 12 µs 

17,8 

BY 211/2 
BY 211/3 
BY 211/4 
BY 211/5 
BY 211/6 

Sperrspannung, Scheitelsperrspannung 
Reverse voltage, crest working reverse voltage 

BY 211/2 
BY 211/3 
BY 211/4 
BY 211/5 
BY 211/6 

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2 

IJO.~ 

URRM 
URRM 
URRM 
URRM 
URRM 

UR= URWM 
UR URWM 
UR= URWM 
UR= URWM 
UR= URWM 

Kunststoffgehause 
Plastic case 

Gewicht · Weight 
max. 1 g 

Kathodenseite durch 
Farbstrich gekennzeichnet 

Cathode indicated 
by colour stroke 

250 v 
350 v 
450 v 
550 v 
650 v 

200 v 
300 v 
400 v 
500 v 
600 v 

I 
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BY 211/ ... 

DurchlaBstrom, Mittelwert 
Average forward current 

URS: 100V /FAV 2,0 A 

Periodischer DurchlaBspitzenstrom /FRM 12 A 
Repetitive peak forward current 

StoBdurchlaBstrom 
Surge forward current 

Ip S: 10ms 1FSM 50 A 

Sperrschichttemperatur lj 150 oc 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 1stg -40 ... +125 oc 
Storage temperature range 

Warmewiderstand Min. Typ. Max. 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

IL = konstant, I = 15 mm RthJA 50 K/W 
constant 

KenngroBen 
Characteristics 

tj = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

IF= 1A uF1) 1,0 v 
/F = 6A UF') 1,15 v 

Sperrstrom 
Reverse continuous current 

URWM IR') 6 µA 
URWM• tj = 125°C IR') 500 µA 

Ruckwartserholzeit 
Reverse recovery time 

IF= /R = 1A, ;R = 100mA 1rr 350 ns 
di 

IF= 1,5 A, UR ;o: 50 V, dt = 1,5A/µs 1rr 350 ns 

Sperrverz6gerungsladung 
Reverse recovery charge 

Qrr 140 nC 

Ip 
1} T = 0,01, Ip = 0,3 ms 
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BYV12 bis 
to BYV16 

Silizium-Mesa-Dioden 
Silicon-Mesa-Diodes 

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z. B. fiir zeilenfrequenten Betrieb im Fern­
sehgerii.t und Schaltnetzteile. 

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode 
power supply. 

Besondere Merkmale: Features: 

• Hermetische Glaspassivierung 

e Gute Wii.rmeableitung uber die 
AnschluBdrii.hte 

• Kleiner Sperrstrom 

• Soft recovery Verhalten 

• Hermetically sealed glass passivation 

• Heat conduction through the connect­
ing terminals 

• Low reverse current 

• Soft recovery characteristic 

Vorlaufige technische Oaten • Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

2.FARBAING 
::.COLOl'R RING 

¢3,3 

KATHODE 1.FARBRING 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Sperrspannung, Periodische Spitzensperrspannung 
Reverse voltage, Repetitive peak reverse voltage 
Fig. 1 

BYV12 

BYV13 

BYV14 

BYV15 

BYV16 

S 8/V.2.62011079 Ausgabe 3 

Sinterglasgehause 
Sintered glass case 

Gewicht · Weight 
max. 0,4g 

KathodenanschluB 1. Farbring 
braun 

Cathode terminal Colour ring 
brown 

100V 

400V 

600V 

800V 

1000V 

2. Farbring 
Colour ring 

rot 
red 

orange 
orange 

gelb 
yellow 

grun 
green 

blau 
blue 
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BYV12 bis BVV16 to 

StoBdurchlaBstrom 
Surge forward current 

IFSM 30 A 

Periodischer DurchlaBspitzenstrom IFRM 9 A 
Repetitive peak forward current 

DurchlaBstrom, Mittelwert 
Average forward current 

'P = 180° Fig. 2, 5 IFAV 1,5 A 

Sperrschichttemperatur lj 175 oc 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 1stg -65 ... +175 oc 
Sorage temperature range 

Wiirmewiderstand Min. Typ. Max. 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung Fig. 4 RthJA 100 K/W 
Junction ambient 

I= 12 mm, IL= konstant Fig. 3 RthJA 45 K/W 
constant 

KenngroBen 
Characteristics 

tj = 25°C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

IF= 1 A UF*) 1,5 v 

Sperrstrom 
Reverse current 

UR= URRM IR*) 5 µA 

UR= URRM· lj = 100°C IR**) 30 50 µA 

Rlickwartserholzeit 
Reverse recovery time 

IF= 100 mA, IR= 200 mA, iR = 50 mA trr 300 ns 

Sperrverzbgerungsladung 
Reverse recovery charge 

di 
IF= 1 A, dt = 5A/µs Qrr 200 nC 

*) AOL - 0,65%, **) AOL - 2,5% 
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78 2139 

200+-+-+----l'-'--+--+--+--+--'-'--I-+-+--+-~ 
BYV12 BYV14 ......... __....____ ~-+-+-+----1 

/ BVV 13 BVV 15 
oc 
~~ 7 17 J7 BVV1~ 

1so +-+::s~ISJ,_,r;;;_,_"""'+,i(<+---+17--H1----+t-rr-'----'----'----L,---I 
1" !"-or.., J}thJA" 45 K/W 

100 K/W 

120+-+-f---+-+--+--+--r-4 .... f---+1---+--+--+-+-+----1 

80+-+-+----lf-+-+-t--+--+-+-1---1--1-+--+-~ 

40+-+-+----lf-+--+--t--+-+-+-~l--I-+--+-~ 

0 400 800 

l Fig.1 

1200 v 
uR-

80+-t-t-+-+-+-r--r----r---r-+-+--+-+yo-+--J 

60+-+-+-+-t--+--+--+~JZ----!7+-+-+-+-t~ 
171 

40-+-t-+-t-~17_,_-+-+-+-+--+-+-4-+---+-l 

I2l 

20+--r-1--1-+-+-+-+-l--l-+-+-+-+-l--1 

0 8 16 

Fig.3 

24 mm , _____ 

BVV12 

t 
k 

bis 
to BVV16 

11 2148 

1, 0 +++-r+-t-+-t-t-++-+--+-+--++-IJ.."'-6.f-+--I 

V1 0, 8 ++-+--lf-+-+--+-+~~H-++-+-lf-+-t-+++-1 

!I 

k= 1FAV r+-t-t-
/FAV (q>=1BO") r-t-t-+-

0,4+---+-+-i--+--+---+--+-~-+-f-+-+-~-+-1-1 

0,2-H--+-+-i--+-+-i--+-+---+-+-i--+--+---+-+-H 

0 

Fig. 2 

40° 80° 120° 160° 

I 
I 

+ 
I 

I 

rp----

,___ ___ 50 --~~ 

I 

Et-2~ 
I • 

Epoxy Glas Hartgewebe, Plattenstiirke: 1,5 mm 

Epoxy glaH harJ tissue, board thickness: 1,5 mm 

RthJA .:s 100 K/W 

Fig.4 
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BYV 12 ?~s BYV 16 

BYV 12 BYV 13 
RthJA = 45 K/W 

160-J__j~I-1·'--'-'-----~\'-'---'-'BY-V~14--1---1-~~~..--1--1---1---+->----+----4--+---< 
L___L__L___j_,._L__J____J___[____1___ o C I I 

\ f' 

2A 

- 1FAV 

I\ 40 

0 200 

~ BYV15 

400 600 800 

BYV 16 

100 °C 

}--125 °C -
Fig.5 

1000 1200 v 
URRM ----

• 78 2U1 

1------1--1-----l---l..-l I ~--+------l--l------+------1--1-1-------'-----~---+----.------
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BYV12 bis 
to BYV16 
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BYV 12 ~~s BYV 16 
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BYW32 bis 
to BYW36 

Silizium-Mesa-Dioden 
Silicon-Mesa-Diodes 

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z. B. fi.ir zeilenfrequenten Betrieb im Fern­
sehgerat und Schaltnetzteile. 

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode 
power supply. 

Besondere Merkmale: 

• Hermetische Glaspassivierung 

e Gute Warmeableitung uber die 
AnschluBdrahte 

• Kleiner Sperrstrom 

• Soft recovery Verhalten 

Features: 

• Hermetically sealed glass passivation 

• Heat conduction through the connect­
ing terminals 

• Low reverse current 

• Soft recovery characteristic 

Vorliiufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

2 FARBAING 0~ ~ 
'CO!(){ R Rf\(, , ( 

KATHODE 1. FARBAING ! I i 
CAI HO{)t JC(}/ OCR R/\(, ', I ! I 

:==~:J 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Sinterglasgehause 
Sintered glass case 

Gewicht · Weight 
max. 0,4 g 

KathodenanschluB 1. Farb ring 

Cathode terminal 

Sperrspannung, Periodische Spitzensperrspannung 
Reverse voltage, Repetitive peak reverse voltage 

Fig. 1 BYW 32 UR= URRM 

BYW 33 UR= URRM 

BYW34 UR= URRM 

BYW 35 UR= URRM 

BYW 36 UR= URRM 

B 2/V.2. 619/1076 Ausgabe 3 

200 v 

300 v 

400V 

500 v 

600 v 

orange 
Colour ring 
orange 

2. Farb ring 
Colour ring 

rot 
red 

orange 
orange 

gelb 
yellow 

grun 
green 

blau 
blue 
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BYW32 bis 
to BYW36 

StoBdurchlaBstrom 
Surge forward current 

Periodischer DurchlaBspitzenstrom 
Repetitive peak forward current 

DurchlaBstrom, Mittelwert 
Average forward current 

rp = 1soc Fig. 2, 5 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Warmewiderstand 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung Fig. 4 
Junction ambient 

/=12mm,tl= konstant Fig 3 
constant 

KenngroBen 
Characteristics 

tj = 25 cc, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

IF= 1 A 

Sperrstrom 
Reverse current 

UR= URRM 
UR= URRM· lj = 1oocc 

Rlickwartserholzeit 
Reverse recovery time 

IF= 0,5 A, IR= 1 A, iR = 0,25 A 

*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5% 

136 

IFSM 50 A 

IFRM 12 A 

IFAV 2 A 

lj 175 cc 

1stg -65 ... +175 cc 

Min. Typ. Max. 

RthJA 100 K/W 

RthJA ,45 K/W 

UF*) 0,95 1, 1 v 

IR*) 5 µA 

IR**) 30 50 µA 

1rr 200 ns 
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BYW32 bis 
to BYW36 
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BVW32 bis 
to BVW36 
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BYW32 bis 
to BYW36 
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BYW 32 ~~s BYW36 
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BYW52 bis 
to BYW56 

Silizium-Mesa-Dioden 
Silicon-Mesa-Diodes 

Anwendungen: leistungsgleichrichter 

Applications: Power rectifier 

Besondere Merkmale: Features: 

• StoBspannungsfest 

• Hermetische Glaspassivierung 

e Gute Warmeableitung uber die 
AnschluBdrahte 

• Kleiner Sperrstrom 

• Hohe StoBstrombelastbarkeit 

••Auch als ,,Gutebestatigtes Bauelement" 
nach: 
VG 95 288 oder 
CECC 50000 und nach 
GfW H 0000 als HIREL-Bauelement: 
OS 117 lieferbar 

Die elektrischen Oaten entsprechen den Dioden: 

BYW 52 1 N 5059 
BYW 53 1 N 5060 
BYW 54 1 N 5061 
BYW 55 1 N 5062 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

2.FAABAING 
2.COLOUR RING 

KATHODE 1.FAABAING 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Sperrspannung, Periodische Spitzensperrspannung 
Reverse voltage, Repetitive peak reverse voltage 

BYW 52 

BYW 53 

BYW 54 

BYW 55 

BYW 56 

B 2/V.2. 561 /0875 Ausgabe 3 

• Controlled avalanche characteristics 

• Hermetically sealed glass passivation 

• Heat conduction through the connecting 
terminals 

• Low reverse current 

• 1-figh surge current loading 

•• Also available as "Qualified semicon­
ductor device" according to: 
VG 95288 or 
CECC 50 000 and 
GfW H 0000 as HIREL-device: 
OS 117 

Electrically data resemble the diodes: I 
BYW 52 1 N 5059 
BYW 53 1 N 5060 
BYW 54 1 N 5061 
BYW 55 1 N 5062 

Sinterglasgehause 
Sintered glass case 

Gewicht · Weight 
max. 0,4 g 

KathodenanschluB 1. Farbring 
grun 

Cathode terminal Colour ring 
green 

200V 

400V 

600V 

800V 

1000V 

2. Farbring 
Colour ring 

rot 
red 

orange 
orange 

gelb 
yellow 

grun 
green 

blau 
blue 
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BYW52 bis BYW56 to 

StoBdurchlaBstrom Fig. 2 
Surge forward current 

1FSM 50 A 

Periodischer DurchlaBspitzenstrom 
Repetitive peak forward current 

1FRM 12 A 

DurchlaBstrom, Mittelwert Fig. 3, 5 
Average forward current 

JFAV 2 A 

lmpulsleistung im Durchbruch 
Pulse avalanche peak power 

Ip = 20 µs Sinushalbwelle 
half sine wave 

Ii = 175°C PR 1000 w 
Zuliissige Energiebelastung 
bei Avalanchebetrieb Fig. 6 
nicht periodisch 
(Abschaltung lnduktiver Last) 
Max. pulse energy in the 
avalanche mode, 
non repetitive 
(inductiv load switch off) 

J(BR)R = 1A, ti= 175°C Fig. 1 ER 20 mWs 

Grenzlastintegral i 2 . t 8 A 2 · s 
i2 · t-rating 

Sperrschichttemperatur Ii 175 oc 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 1stg -65 ... +175 oc 
Storage temperature range 

Warmewiderstand Min. Typ. Max. 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient Fig.4 RthJA 100 KIW 

I= 12 mm, IL = konstant Fig. 3 RthJA 45 KIW 
constant 

KenngroBen 
Characteristics 

tj = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

DurchlaBspannung Fig. 9 
Forward voltage 

IF= 1A UF*) 0,9 1,0 v 
Sperrstrom Fig. 10 
Reverse current 

UR= URRM JR*) 0,1 1 µA 
UR = URRM• 1i = 100°c IR**) 5 10 µA 

*) AQL ~ 0,65% **)AOL ~ 2,5% 
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Durchbruchspannung 
Breakdown voltage 

IR= 100µA 

Diodenkapazitat Fig.11 
Diode capacitance 

UR = 0, f= 0,47 MHz 

ROckwartserholzeit 
Reverse recovery time 

IF= IR= 100mA, iR = 10mA 

di 
UR= 50V, /F = 1A, dt = 5A/µs 

Sperrverzogerungsladung 
Reverse recovery charge 

t 
Er 

1000 
mWs 

100 

10 

di 
IF= 1A, dt = 5A/µs 

TT+mm ~ ITTmm I 
Durchbruchbelastung nicht periodisch 
BrcaA Jmrn !oad111g 11011 TC[it'//{J \'C 

+==+= ~ 'i=175°C 

~ L'CBRJR=1600 v +---+---

~ 
+---+---

1._ 
~ 

}j 

~ 
1CBRJR th._ '!-. 

lcBRJRl+l-

Fl ~'pR~ 

TI1ffi Fig.1 

0,01 0,1 

BYW52 bis 
to BYW56 
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Co 
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trr 
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BYW52 bis 
to BYW56 
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BYW 52 ~~s BYW 56 
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BYW72 bis 
to BYW76 

Silizium-Mesa-Dioden 
Silicon-Mesa-Diodes 

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z. B. fUr zeilenfrequenten Betrieb im Fern­
sehgeriit und Schaltnetzteile. 

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode 
power supply. 

Besondere Merkmale: 

• Hermetische Glaspassivierung 

• Gute Wiirmeableitung Uber die 
AnschluBdriihte 

• Kleiner Sperrstrom 

• Soft recovery Verhalten 

Features: 

• Hermetically sealed glass passivation 

• Heat conduction through the connect­
ing terminals 

• Low reverse current 

• Soft recovery characteristic 

Vorlaufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Sinterglasgehiiuse 
Sintered glass case 

Gewicht · Weight 
max. 0,4 g 

KathodenanschluB 1. Farbring 
violett 
Colour ring 
violet 

Cathode terminal 

Sperrspannung, Periodische Spitzensperrspannung 
Reverse voltage, Repetitive peak reverse voltage 

Fig.1 BYW72 UR= URRM 

BYW73 UR= URRM 

BYW74 UR= URRM 

BYW75 UR= URRM 

BYW76 UR= URRM 

B 2/V.2.618/1076 Ausgabe 3 

200V 

300V 

400V 

500V 

600V 

2. Farbring 
Colour ring 

rot 
red 

orange 
orange 

gelb 
yellow 

grUn 
green 

blau 
blue 

147 

I 



BYW72 bis 
to BYW76 

StoBdurchlaBstrom 
Surge forward current 

Periodischer DurchlaBspitzenstrom 
Repetitive peak forward current 

DurchlaBstrom, Mittelwert 
Average forward current 

lamb :o; 45oc Fig. 2, 5 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Warmewiderstand 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

I= 25 mm, IL = konstant 

KenngroBen 
Characteristics 

constant 

Fig. 4 

Fig. 3 

tj = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 
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DurchlaBspannung 
Forward voltage 

/F = 3 A 

Sperrstrom 
Reverse current 

UR= URRM 
UR= URRM• lj = 100°C 

Ruckwii.rtserholzeit 
Reverse recovery time 

/F = 0,5 A, /R = 1 A, iR = 0,25 A 

*) AOL = 0,65% 
**) AOL= 2,5% 

1FSM 

/FRM 

1FAV 

lj 

1stg -65 

Min. 

RthJA 

RthJA 

60 

15 

3 

175 

... +175 

Typ. 

0,95 

30 

Max. 

70 

30 

1, 1 

5 
50 

200 

A 

A 

A 

oc 

oc 

K/W 

K/W 

v 

µA 
µA 

ns 
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BYW72 bis 
to BYW76 
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BYW72 bis 
to BYW76 

t 782578 
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BYW82 bis 
to BYW86 

Silizium-Mesa-Dioden 
Silicon-Mesa-Diodes 

Anwendungen: Leistungsgleichrichter 

Applications: Power rectifier 

Besondere Merkmale: 

• Kontrolliertes· Avalancheverhalten 

• Hermetische Glaspassivierung 

• Gute Wii.rmeableitung Uber die 
AnschluBdrii.hte 

• Kleiner Sperrstrom 

• Hohe StoBstrombelastbarkeit 

••Auch als ,,GUtebestii.tigtes Bauelement" 
nach: 
VG 95 288 oder 
CECC 50 000 lieferbar 

Die elektrischen Oaten entsprechen den Dioden: 

BYW 82 1 N 5624 
BYW 83 1 N 5625 
BYW 84 1 N 5626 
BYW 85 1 N 5627 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Features: 

• Controlled avalanche characteristics 

• Hermetically sealed glass passivation 

• Heat conduction through the connecting 
terminals 

• Low reverse current 

• High surge current loading 

•• Also available as "Qualified semicon­
ductor device" according to: 
VG 95288 or 
CECC 50000 

Electrically data resemble the diodes: 

BYW 82 1 N 5624 
BYW 83 1 N 5625 
BYW 84 1 N 5626 
BYW 85 1 N 5627 

Sinterglasgehause 
Sintered glass case 

Gewicht · Weight 
max. 0,4 g 

KathodenanschluB 1. Farbring 
gr au 

Cathode terminal Colour ring 
grey 

Sperrspannung, Periodische Spitzensperrspannung 
Reverse Voltage, Repetitive peak reverse voltage 

2. Farbring 
Colour ring 

Fig. 1 
BYW82 200 v rot 

red 

BYW 83 400 v orange 
orange 

BYW84 600 v gelb 
yellow 

BYW85 800 v grUn 
green 

BYW86 1000V blau 
B 2/V.2. 623/1176 Ausgabe 3 blue 
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BYW82 bis 
to BYW86 

StoBdurchlaBstrom Fig. 2 
Surge forward current 

Periodischer DurchlaBspitzenstrom 
Repetitive peak forward curreQt 

DurchlaBstrom, Mittelwert Fig. 5, 8 
Average forward Current 
lamb~ 45oc 

lmpulsleistung im Durchbruch 
Pulse avalanche peak power 

Ip = 20 µs Sinushalbwelle 
half sine wave 

lj = 175°C 

Zulassige Energiebelastung bei Avalanche-
betrieb Fig. 6 nicht periodisch 
(Abschaltung lnduktiver Last) 
Max. pulse energy in the avalanche mode, 
non repetitive (inductiv load switch off) 

/(BR)R = 1 A, rj = 175°C 
Grenzlastintegral 

;2 · t-rating 

Sperrschichttem peratur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Warmewiderstand 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung Fig. 4 
Junction ambient 

I= 25 mm, IL = konstant Fig. 3 
constant 

KenngroBen 
Characteristics 

tj = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

DurchlaBspannung Fig. 9 
Forward voltage 

IF= 3 A 

Sperrstrom Fig. 1 O 
Reverse current 

UR= URRM 
UR= URRM· tj = 100°C 

*)AOL= 0,65% 

**)AOL= 2,5% 

154 

/FSM 80 A 

/FRM 18 A 

IFAV 3 A 

PR 1000 w 

ER 20 mWs 
;2 . t 40 A2 ·s 

lj 175 oc 

1stg -65 ... +175 oc 

Min. Typ. Max. 

RthJA 70 K/W. 

RthJA 30 K/W 

UF*) 1,0 v 

IR*) 0,1 1 µA 
IR**) 10 20 µA 



Durchbruchspannung 
Breakdown voltage 

IR= 100 µA 

Diodenkapazitat Fig. 11 
Diode capacitance 

UR= 0, f = 0,47 MHz 

Ri.ickwartserholzeit 
Reverse recovery time 

IF= IR= 100 mA, iR = 10 mA 

di 
UR= 50 V, IF = 1 A, dt = 5 A/µs 

Sperrverzogerungsladung 
Reverse recovery charge 

di 
IF = 1 A, dt = 5 A/µs 

200+-+---+--l---l--+-+--l-~--+--l---l----+------I 

oc 
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0 400 800 

Fig. 1 
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BYW82 bis 
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Co 
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5 
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III 
,ffiT 

'""~ 1 2 __ ./\_ 
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~ 'IS;: 
1',URRM • 0 I ,...._ 

\ 'F'J:"N 

~URRM=1:!m 
~17!S"C 
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!'... 

cs;: 

~ 

j\"115 ·c 

' Fig. 2 
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BYW 82 ~~s BYW 86 
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BVW 82 ~~s BVW 86 
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BYX82 bis 
to BVX86 

Silizium-Mesa-Dioden 
Silicon Mesa diodes 

Anwendung: Leistungsgleichrichter 

Applications: Power rectifier 

Besondere Merkmale: Features: 

• Hermetische Glasspassivierung 

• Gute Warmeableitung iiber die 
AnschluBdrahte 

• Kleiner Sperrstrom 

• Hohe StoBstrombelastbarkeit 

••Auch als ,.Gutebestatigtes Bauelement" 
nach: 

CECC 50000 lieferbar 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

2.FARBRING 
2.COLOUR RING 

Sperrspannung, Periodische Spitzensperrspannung 
Reverse voltage, Repetitive peak reverse voltage 

Fig.1 BYX 82 

BYX83 

BYX84 

BYX85 

BYX 86 

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2 

• Hermetically sealed glass passivation 

• Heat conduction through the connecting 
terminals 

• Low reverse current 

• High surge current loading 

.. Also available as "Qualified semicon­
ductor device" according to: 

CECC 50000 

!113,3 Jll 85 

Sinterglasgehause 
Sintered glass case 

Gewicht · Weight 
max. 0,4g 

KathodenanschluB 1. Farbring 

I 

Cathode terminal 
grau 
Colour ring 
gray 

UR= URAM 

UR= URAM 

200V 

400V 

600V 

aoov 

1000V 

2. Farbring 
Colour ring 

rot 
red 

orange 
orange 

gelb 
yellow 

griin 
green 

blau 
blue 
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BYX82 bis 
to BYX86 

StoBdurchlaBstrom Fig. 9 
Surge forward current 

Periodischer DurchlaBspitzenstrom 
Repetitive peak forward current 

DurchlaBstrom, Mittelwert Fig. 3, 4 
Average forward current 

lambs 45°C 

Grenzlastintegral 
i2t-rating 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Warmewiderstand 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

IL = konstant, I = 15 mm , Fig. 2 
constant 

KenngroBen 
Characteristics 

I= oo 

ti = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

DurchlaBspannung Fig. 1 o 
Forward voltage 

IF= 1A 

Sperrstrom 
Reverse current 

UR= URRM 
UR = URRM• lj = 100°C 

Diodenkapazitat Fig. 11 
Diode capacitance 

UR= 4V, .f= 0,47MHz 

Ruckwartserholzeit 
Reverse recovery time 

IF= IR= 1A, iR = 100mA 

Sperrverzogerungsladung 
Reverse recovery charge 

di 
IF= TR= 1A, - = 50A/µs 

dt 

IFAV 

;21 

'i 

1stg 

RthJA 

RthJA 

UF*) 

TR*) 
IR**) 

Co 

1rr 

50 A 

10 A 

1,5 A 

8 A2s 

175 oc 

-65 ... +175 oc 

Min. Typ. Max. 

57 KIW 

100 KIW 

0,9 1,0 v 

0,1 1 µA 
10 25 µA 

20 pF 

5 8 µs 

4 5,5 µC 

*) AOL ~ 0,65%, **) AQL ~ 2,5%, 1) AnschluBdriihte ungekurzt, keine Wiirmeableitung uber Halterung 
Unabridged connecting terminals, no heat conduction through the holder 
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BYX 82 ~~s BYX 86 
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BYX 82 ~~s BYX 86 
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BVX82 bis 
to BVX86 
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TOA 1061 

Silizium-Planar-PIN-Dioden als n-Glied geschaltet 
Silicon Planar PIN Diodes as an-circuit 

Anwendungen: Als Di:impfungsvierpol Hir elektronische Amplitudenregelung der Eingangs­
signale in Fernsehtunern und Antennenversti:irkern. 

Applications: Attenuator two-port for AGC input signal in television tuners and antenna 
amplifiers. 

Besondere Merkmale: 

• GroBer Frequenzbereich 40 MHz ... 1 GHz 

• Konstante Eingangs- und Ausgangs­
impedanz Ober den Regelbereich 

Features: 

• Large frequency range, 40 MHz ... 1 GHz 

• Constant input and output impedance 
throughout the range of regulation 

Vorliiufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

r-------, 
I D2 I 

I 
I 

_j 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

DurchlaBstrom 
Forward current 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

B 2/V.2. 579/0476 Ausgabe 2 

L 

UR 

IF 

ti 

1stg 

Normgehi:iuse · Case 
5084 DIN 41867 

JEDEC TO 50 
Gewicht · Weight 

max. 0,1 g 

30 v 

50 mA 

125 oc 

-55 ... +125 oc 

167 

I 



TOA 1061 

KenngroBen 
Characteristics 

tur Einzeldiode lamb = 25 °C 
for single diode 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

/F = 50 mA 

Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 15 V 

Differentieller DurchlaBwiderstand 
Differential forward resistance 

/F = 10 mA, f = 100 MHz 

Sttirspannung tur 1 % Kreuzmodulation Fig. 1 
Noise voltage for 1% cross-modulation 

Dampfung Fig. 1 
Damping 

f = 40 MHz ... 1 GHz, 

UAGC = 1 ... 2 V 
UAGC = 4 ... 5 V 

Reflexionsdampfung Fig. 1 
Reflection damping 

J = 40 MHz ... 1 GHz 
abhangig vom Aufbau bzw. Leitungstuhrung 
construction dependent 

12 v 

I Dr 
I 

1 nF 

H 

3 

,-
1 
I 
I 

4,3 kQ 

2 

a 
a 

arefl 

2 kQ 

5,6 kQ 

1nF 

H 
4 

I I 
1 kQ 

L_ ______ _J 

Fig. 1 MeBschaltung und Anwendungsbeispiel 
Test circuit and application note 
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Min. Typ. Max. 

1,2 
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5 

40 45 
1,5 2 

16 20 

761920 

RG = RL = 60 Q 

v 

nA 

Q 

v 

dB 
dB 

dB 



Anwendungen: Allgemein 

Applications: General purposes 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Silizium-Diffusions-Diode 
Silicon diffusion diode 

Periodische Spitzensperrspannung URRM 
Repetitive peak reverse voltage 

Sperrspannung UR 
Reverse voltage 

StoBdurchlaBstrom 
Surge forward current 

'P :o;; 1 ms 1FSM 

Periodischer DurchlaBspitzenstrom IFRM 
Repetitive peak forward current 

DurchlaBstrom IF 
Forward current 

Verlustleistung 
Power dissipation 

/= 5mm, IL= 45°C Pv 
Sperrschichttemperatur t j 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 1 stg 
Storage temperature range 

B 2/V.1.1710474 Ausgabe 2 

1 N484A 

Normgehause 

51A2 DIN 41880 Case I 
JEDEC DO 7 

Gewicht · Weight 
max. 0,3g 

150 v 

130 v 

2 A 

650 mA 

200 mA 

250 mW 

175 oc 

-55 ... +175 oc 
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1 N484A 

KenngroBen Min. Typ. Max. 
Characteristics 

tj = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

IF= 100mA UF 1 v 
Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 125V IR 25 nA 
UR = 125 V, ti = 150°C IR 15 µA 

Durchbruchspannung 
Breakdown voltage 

IR= 100 µA U(BR) 150 v 
Diodenkapazitat 
Diode capacitance 

UR = 10 V, f = 0,5 MHz Co 3 pF 
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1 N4001 bis 
to 1 N4007 

Silizium-Diffusions-Dioden 
Silicon diffusion diodes 

Anwendungen: Gleichrichter 

Appl/cations: Rectifier 

Abmessungen In mm 
Dimensions In mm 

KATHODE 1'3,1 •0,9 

~:~ __ ::~-6.-4--"I--. 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Sperrspannung, periodische Spitzensperrspannung 
Reverse voltage, repetitive peak reverse voltage 

1N4001 
1N4002 
1N4003 
1N4004 
1N4005 
1N4006 

StoBdurchlaBstrom 
Surge forward current 

Sinushalbwelle, f = 50 Hz 
Sine wave 

DurchlaBstrom, Mittelwert 
Average forward current 

UR= 0 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

1 N4007 

UR= URRM 
UR= URRM 
UR= URRM 
UR= URRM 
UR= URRM 
UR= URRM 
UR= URRM 

/FSM 

Kunststoffgehause 
Plastic case 

""JEDEC DO 7 
Gewicht · Weight 

max. 0,5g 

50 v 
100 v 
200 v 
400 v 
600 v 
800 v 

1000 v 
50 A 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

t8 tg -65 ... +175 °C 

Wiirmewiderstand 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

I = 25 mm, IL = konstant 
constant 

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2 

Min. Typ. Max. 

RthJA 85 K/W 
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1 N4001 

KenngroBen 
Characteristics 

bis 
to 1 N4007 

ti = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

IF= 1A 

DurchlaBspannung, Mittelwert 
Average forward voltage 

/FAV = 1A, I= 25mm, IL= 75°C 

Sperrstrom 
Reverse current 

UR= URRM 
UR = URRM· tj = 100 °C 

Sperrstrom, Mittelwert 
Average reverse current 

Min. 

UR= URRM• !FAV = 1A, I= 25mm, tL = 75°C /RAV 

14 3SO lTk 

Q5f--++-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-'N\-l~-++-t--++--l 

~ 
\I 

0 50 100 150°c 
lamb-

*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5% 
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Typ. Max. 

1,1 

0,8 

10 
50 

30 

v 

v 

µA 
µA 

µA 



1N 4148 · 1N 4149 · 1N 4446 
1N 4447 · 1N 4448 · 1N 4449 

Silizium-Epitaxial-Planar-Dioden 
Silicon epitaxial planar diodes 

Anwendungen: Extrem schnelle Schaller 

Applications: Extrem fast switches 

Besondere Merkmale: 

•• 1N4148, 1N4446, 1N4448 auch als 
,,GUtebestiitigtes Bauelement" nach: 
VG 95 288 lieferbar 

Die elektrischen Oaten entsprechen den Dioden: 

1N4148 1N914 
1 N 4149 1 N 916 
1N4449 1N916B 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Periodische Spitzensperrspannung 
Repetitive peak reverse voltage 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

StoBdurchlaBstrom 
Surge forward current 

Ip :s; 1 µs 

Periodischer DurchlaBspitzenstrom 
Repetitive peak forward current 

DurchlaBstrom 
Forward current 

DurchlaBstrom, Mittelwert 
Average forward current 

UR= 0 

Verlustleistung 
Power dissipation 

I = 4 mm, IL = 45 °C 
tl:S:25°C 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

62/V.1.17/0474 Ausgabe 3 

Features: 

M 1N4148, 1N4446, 1N4448 also 
available as "Qualified semiconductor 
device" according to: VG 95 288 

Electrically data resemble the diodes: 

1 N 4446 1 N 914 A 
1N4447 1N916A 
1 N 4448 1 N 914 B 

Normgehiiuse I 
Case 

54A2 DIN 41880 
JEDEC DO 35 

Gewicht · Weight 
max. 0,15 g 

1FAV 

Py 
Py 

lj 

1stg 

100 

75 

2000 

450 

200 

150 

440 
500 

200 

-65 ... +200 

v 

v 

mA 

mA 

mA 

mA 

mW 
mW 

oc 

oc 
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1N 4148 • 1N 4149 • 1N 4446 
1N 4447 • 1N 4448 • 1N 4449 

Warmewiderstand Min. Typ. Max. 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

I = 4 mm, t L = konstant RthJA 350 K/W 
constant 

KenngroBen 
Characteristics 

tj = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

IF= 5mA 1N4448 UF*) 0,62 0,72 v 
IF= 10mA 1 N 4148, 1 N 4149 UF*) 1 v 
IF= 20mA 1 N 4446, 1 N 4447 UF*) v 
IF= 30mA 1N4449 UF*) v 
IF= 100 mA 1N4448 UF*l v 

Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 20V IR*) 25 nA 
UR= 20V, ti= 150°C IR**) 50 µA 
UR= 75V /R 5 µA 

Durchbruchspannung 
Breakdown voltage 

/R = 100µA U(BR)*) 100 v 

Diodenkapazitat 
Diode capacitance 

UR= 0, f= 1 MHz, UHF= 50mV 
1N4148, 1N4446, 1N4448 Co 4 pF 
1N4149, 1N4447, 1N4449 Co 2 pF 

Richtwirkungsgrad 
Rectification efficiency 

UHF = 2 V, f = 100 MHz 'Y/r 45 % 

Ruckwartserholzeit 
Reverse recovery time 

/F =TR= 10mA, iR = 1mA 1 rr 8 ns 

IF = 10 mA, UR = 6 V, 
iR = 1 mA, R L = 100 Q 1 rr 4 ns 

*) AOL = 0,65%, **)AOL= 2,5% 
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1N 4148 · 1N 4149 · 1N 4446 
1N 4447 · 1N 4448 · 1N 4449 

1N 4148 74 351 Tfk 

1--1-_,_.,__.__, 1 N 414 9 ~--'---'--'---' 

L 
f·=25 °C 

I 

10 t~~~~~~~~/~S~t••2ue~••;nze~ Scattering limit 

!--+-+-~+-+--

i 
0,5 

1N4448 
74 3!13 Tfk 

11 

I 
JJ Streugrenze , ---+--

10~~~~~fl!~Sc~atf~en~·~~liCmit~=~f'=s 

LJ___J_L_J__LJl{__j___j____j_l--l-----1---+- ~ 
I! J 

0,4 0,8 

1N4446 
74 3 54 Tfk 

'-+--+----+---' 1 N 4 4 4 7 +--+---+--+--+----+---< 

T 

if j St.,ug•enze _ 

0,5 

1N4449 

100 !---+--+- '1=25 oc 
mA 

1V 
u. -F 

74 356 Ttk 

, 
I 

1--1---+-+--+---+-+--+--4- -+-tic Streugrenze 
1---+--+-+-+-+-+-C--#----+-1 Sea lfering limit 

1 

1f ' 

f I 

0,5 
l 

1V U. -
F 
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1N 4148 · 1N 4149 · 1N 4446 
1N 4447 · 1N 4448 · 1N 4449 

100 
nA 

10 

176 

_-ljii' 

7.4 352 

r1=25'C 

1 I 

Streugrenze ~ 
Sca1teri11g limit 

I 
]7 

I I j 

17 j , 
·"' V1 J,.. ,, 
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1N 4151 

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode 
Silicon epitaxial planar diode 

Anwendungen: Extrem schnelle Schaller 

Applications: Extrem fast switches 

Besondere Merkmale: 

••Auch als ,,Gutebestatigtes Bauelement" 
nach: 
VG 95 288 oder 
GfW H 0000 als HIREL-Bauelement: 
DL 106 lieferbar 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Periodische Spitzensperrspannung 
Repetitive peak reverse voltage 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

StoBdurchlaBstrom 
Surge forward current 

Ip = 1 µs 

Periodischer DurchlaBspitzenstrom 
Repetitive peak forward current 

DurchlaBstrom 
Forward current 

DurchlaBstrom, Mittelwert 
Average forward current 

UR= 0 

Verlustleistung 
Power dissipation 

I = 4 mm, t L = 45 °C 
IL S 25°C 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 3 

Features: 

ff Also available as "Qualified semicon­
ductor device" according to: 
VG 95288 or 
GfW H 0000 as HIREL-device: 
DL 106 

URRM 

UR 

IFSM 

IFRM 

IF 

IFAV 

Py 
Py 

t j 

1stg 

Normgehause 

54A2 DIN 41880 Case I 
JEDEC DO 35 

Gewicht · Weight 
max. 0,15 g 

75 v 

50 v 

2000 mA 

450 mA 

200 mA 

150 mA 

440 mW 
500 mW 

200 oc 

-65 ... +200 oc 
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1N 4151 

Wiirmewiderstand Min. Typ. Max. 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

I = 4 mm, t L = konstant 
constant 

RthJA 350 K/W 

KenngroBen 
Characteristics 

t j = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

/F = 50 mA UF*) 0,88 1 v 
Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 50V !R *) 14 50 nA 
UR= 50V, ti = 150°C JR**) 50 µA 

Durchbruchspannung 
Breakdown voltage 

/R = 5 µA U(BR)*) 75 v 
Diodenkapazitat 
Diode capacitance 

UR= 0, f= 1MHz, UHF= 50mV Co 1,7 2 pF 

Ruckwartserholzeit 
Reverse recovery time 

/F = /R = 10mA, iR = 1mA 1 rr 4 ns 
/F = 10mA, UR= 6V, 
i R = 1 mA, R L = 100 Q 1 rr 2 ns 

*) AOL = 0,65%, **)AOL= 2,5% 
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Silizium-Epitaxial-Planar-Diode 
Silicon epitaxial planar diode 

Anwendungen: Extrem schnelle Schaller 

Applications: Extrem fast switches 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

KATHODE 

CATHODE ) 

~F= [ 
L_,6___1 3,9 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Periodische Spitzensperrspannung 
Repetitive peak reverse voltage 

Sperrspannung 
Reverse voltage 

StoBdurchlaBstrom 
Surge forward current 

Ip = 1 µs 

Periodischer DurchlaBspitzenstrom 
Repetitive peak forward current 

DurchlaBstrom 
Forward current 

DurchlaBstrom, Mittelwert 
Average forward current 

UR= 0 

Verlustleistung 
Power dissipation 

I = 4 mm, IL = 45 °C 
IL'.".:25°C 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2 

1 N4154 

Normgehause 
Case 

54 A 2 DIN 41880 
JEDEC DO 35 

Gewicht · Weight I 
max. 0,15 g 

35 

25 

2000 

450 

200 

150 

440 
500 

200 

-65 ... +200 

v 

v 

mA 

mA 

mA 

mA 

mW 
mW 

oc 
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1 N 4154 

Warmewiderstand Min. Typ. Max. 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

I = 4 mm, IL = konstant RthJA 350 K/W 
constant 

KenngroBen 
Characteristics 

ti = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

IF=30mA UF*) 0,88 1 v 
Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 25V /R *) 9 100 nA 
UR = 25 V, 1i = 150°C IR**) 100 µA 

Durchbruchspannung 
Breakdown voltage 

IR= 5 µA U(BR) *) 35 v 
Diodenkapazitat 
Diode capacitance 

UR = 0, f = 1 MHz, UHF = 50 mV Co 4 pF 

ROckwartserholzeit 
Reverse recovery time 

IF= IR= 10mA, iR = lmA 1rr 4 ns 
IF= 10mA, UR= 6V, 
iR = lmA, RL = 1000 1rr 2 ns 

*) AQL ~ 0,65%, **) AQL ~ 2,5% 
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Spannungsstabilisator 
und Z-Dioden 

Voltage regulator 
and Z-diodes 





Silizium-Diffusions-Stabilisator-Dioden 
Silicon diffusion voltage stabilising diodes 

Anwendungen: Spannungsstabilisierung und Spannungsbegrenzung 

Applications: Voltage stabilisation and voltage regulation 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

~~=, ~c 
C:j. 7,2 .I. 26:J 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

DurchlaBstrom 
Forward current 

Verlustleistung 
Power dissipation 

I= 4mm, IL<::; 45°C 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

BZ 102/0V7 
BZ 102/1 V4 
BZ 102/2V 1 
BZ 102/2V8 
BZ 102/3V4 

IF 
IF 
IF 
IF 
IF 

Py 

lj 

BZ 102/ ... 

Normgehause 
Case 

51A2 DIN 41880 
JEDEC DO 7 

Gewicht · Weight 
max. 0,3g 

250 mA 
130 mA 
80 mA 
60 mA 
50 mA 

250 mW 

150 oc 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

1stg -55 ... +150 oc 

Warmewiderstand 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

I = 4 mm, IL = konstant 
constant 

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2 

RthJA 

Min. Typ. Max. 

400 K/W 

187 

I 



BZ 102/ ... 

KenngroBen 
Characteristics 

10 
mA 

ti= 25°C 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

/F = 5mA BZ 102/0V7 
BZ 102/1 V4 
BZ 102/2V1 
BZ 102/2V8 
BZ 102/3V4 

Temperaturkoeffizient von UF 
Temperature coefficient of UF 

/F = 5mA 

Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 5V 

Differentieller DurchlaBwiderstand 
Differential forward resistance 

/F = 5 mA BZ 102/0V 7 
BZ 102/1 V4 
BZ 102/2V 1 
BZ 102/2V8 
BZ 102/3V4 

74 993 '~ 

1 l'J•25"C 

I J 1 
BZ102 OV7 1V4 2V1 

I I IL~IL I 
I 
I 

I f ] ±I II I 

~ I T 
I 
I 

~ 111 I 

11 J J. 
_j I I I 
I 

JI I 1 ---•ti rt s ........... 
I I I I/ Scattering limirs 
I I 
I I 

0,1 
0 

~ dV Jll l l l l J1 
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Min. Typ. Max. 

0,65 
1,3 
1,9 
2,6 
3,2 

23 

6,5 
13 

19,5 
26 

32,5 

0,75 
1,5 
2,3 
3,0 
3,7 

v 
v 
v 
v 
v 

26·10-4/K 

1 

10 
20 
30 
40 
50 
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Q 
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BZX 55/C ... 

Silizium-Epitaxial-Planar-Z-Dioden 
Silicon epitaxial planar Z diodes 

Anwendung: Spannungsstabilisierung 

Applications: Voltage stabilisation 

Besondere Merkmale: 

• Scharler Abbruch der Sperrkennlinie 
• Niedriges Sperrstromniveau 
• Sehr groBe Stabilitat 
• Geringes Rauschen 
• Mit engeren Toleranzen lieferbar 

••Auch als ,,GUtebestatigtes Bauelement" 
nach: 
VG 95 288 oder 
GfW H 0000 als HIREL-Bauelement: 
DZ 109 van .. .X53 bis .. .X80 lieferbar 

Abmessungen.in mm 
Dimensions in mm 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Verlustleistung 
Power dissipation 
I= 4mm, IL= 25°C 

Z-Strom 
Z-current 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Wiirmewiderstand 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

I = 4 mm, IL = konstant 
constant 

B 2/V. 1 . 1 7 /04 77 Ausgabe 1 

Features: 
• Very sharp reverse characteristic 
• Low reverse current level 
• Very high stability 
•Low noise 
• Available with tight tolerances 

.. Also available as "Qualified semicon­
ductor device" according to: 
VG 95288 or 
GfW H 0000 as HIREL-device DZ 109 
from ... X53 to ... XBO 

Normgehause 
Case 

54A2DIN41880 I 
JEDEC DO 35 

Gewicht · Weight 
max. 0,5 g 

Pv 500 mW 

Iz 
Pv 

mA Uz 
lj 175 oc 

1stg -65 ... +175 oc 

Min. Typ. Max. 

RthJA 300 K/W 
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BZX 55/C ... 

t 

400 
mW 

300 

200 

100 

ll 

I'\ 

' ll 
~ 

' l 
~ 

l 

74 1 2 4 0 Tfk 

r\ 

' 0 50 100 150 200 °C 
1amb--

KenngroBen 
Characteristics 

192 

ti = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

IF= 100mA 

791241 

400-1-1-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+~ 

K/W 1-+++++++-+-1--t-t-t..-r"rT--H---H 
H-1 

iY 300++-+-+~J/1-+-lH-t-t--t-T-+-+---H---r-H--r-1 

I 
JL ~+++-H 2oo~kj-+-r-+-+-~ ~ 

'v/ ~ 
J_ 'L""konstant ~ 

t-+-+-+-+-+-+--+-+-t- ('()l/\{i//I/ +++-H 

100->-<--+--+-f-t--+-+-+-+-+-+-+-+-f-t--t-f-t---t-1 

0 5 10 15mm 
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BZX 55/C ... 

Uz *) 2) 5) TKuz rzj *) 
,.zj 

IR*) bei UR IR 1) bei UR 
Typ Iz = 5 mA 

Iz = 
at at 

1 mA 

v 10-4/oK 0 0 nA v µA v 

BZX 55/C 2 V 4 2,28 .. 2,56 - 9 .. - 6 < 85 < 600 <10000 1 <50 1 
BZX 55/C 2 V 7 2,5 2,9 - 9 .. - 6 < 85 < 600 <10000 1 <50 1 
BZX 55/C 3 V 0 2,8 3,2 - 8 .. - 5 < 85 < 600 < 4000 1 <40 1 
BZX 55/C 3 V 3 3, 1 ... 3,5 - 8.:.- 5 < 85 < 600 < 2000 1 <40 1 
BZX 55/C 3 V 6 3,4 3,8 - 8 .. - 5 < 85 < 600 < 2000 1 <40 1 

BZX 55/C 3 V 9 3,7 ... 4,1 - 8 .. - 5 < 85 < 600 < 2000 1 <40 1 
BZX 55/C 4 V 3 4,0 ... 4,6 - 6 .. - 3 < 75 < 600 < 1 000 1 <20 1 
BZX 55/C 4 V 7 4,4 5,0 - 5 .. - 2 < 60 < 600 < 500 1 <10 1 
BZX 55/C 5 V 1 4,8 5,4 -2 .. + 2 < 35 < 550 < 100 1 < 2 1 
BZX 55/C 5 V 6 5,2 6,0 -0, 5 ... + 5 < 25 < 450 < 100 1 < 2 1 

BZX 55/C 6 V 2 5,8 ... 6,6 3 ... 6 < 10 < 200 < 100 2 < 2 2 
BZX 55/C 6 V 8 6,4 7,2 3 ... 7 < 8 < 150 < 100 3 < 2 3 
BZX 55/C 7 V 5 7,0 ... 7,9 3 ... 7 ,< 7 < 50 < 100 5 < 2 5 
BZX 55/C 8 V 2 7,7 8,7 3 ... 8 

f < 7 < 50 < 100 6 < 2 6 
BZX 55/C 9 V 1 8,5 9,6 3 ... 9 '< 10 < 50 < 100 7 < 2 7 

BZX 55/C 10 9,4 ... 10,6 3 ... 10 < 15 < 70 < 100 7,5 < 2 7,5 

BZX 55/C 11 10,4 ... 11,6 3 ... 11 < 20 < 70 < 100 8,5 < 2 8,5 

BZX 55/C 12 11,4 ... 12,7 3 ... 11 < 20 < 90 < 100 9 < 2 9 

BZX 55/C 13 12,4 ... 14, 1 3 ... 11 < 26 < 110 < 100 10 < 2 10 I 
BZX 55/C 15 13,8 ... 15,6 3 ... 11 < 30 < 110 < 100 11 < 2 11 

BZX 55/C 16 15,3 ... 17, 1 3 ... 11 < 40 < 170 < 100 12 < 2 12 

BZX 55/C 18 16,8 ... 19, 1 3 ... 11 < 50 < 170 < 100 14 < 2 14 

BZX 55/C 20 18,8 ... 21,2 3 ... 11 < 55 < 220 < 100 15 < 2 15 

BZX 55/C 22 20,8 ... 23,3 4 ... 12 < 55 < 220 < 100 17 < 2 17 

BZX 55/C 24 

I 
22,8 ... 25,6 4 ... 12 < 80 < 220 < 100 18 < 2 18 

BZX 55/C 27 25, 1 ... 28,9 4 .. 12 < 80 < 220 < 100 20 < 2 20 
BZX 55/C 30 28 ... 32 4 .. 12 < 80 < 220 < 100 22 < 2 22 

BZX 55/C 33 31 ... 35 4 ... 12 < 80 < 220 < 100 24 < 2 24 

BZX 55/C 36 34 ... 38 4 ... 12 < 80 < 220 < 100 27 < 2 27 

BZX 55/C 39 37 ... 41 4 ... 12 < 90 < 500 < 100 28 < 2 28 

BZX 55/C 43 40 ... 46 3 ) 4 ... 12 < 90 3 ) < 600 4) < 100 32 < 2 32 

BZX 55/C 47 44 ... 50 3) 4 ... 12 <110 3) < 700 4) < 100 35 < 2 35 

BZX 55/C 51 48 ... 54 3 ) 4 ... 12 <125 3) < 700 4) < 100 38 < 2 38 

BZX 55/C 56 52 ... 60 3) 4 ... 12 <135 3) <1000 4) < 100 42 < 2 42 

BZX 55/C 62 58 ... 66 3) 4 ... 12 <150 3 ) <1000 4 ) < 100 47 < 2 , 47 

BZX 55/C 68 64 . 72 3 ) 4 .. 12 <170 3 ) <1500 4 ) < 100 51 < 2 151 
BZX 55/C 75 70 ... 79 3) 4 .. 12 <200 3) <1500 4) < 100 56 < 2 56 

I 
*)AOL= 0,65%, 1) rj = 150°C, 2) f = 0,01rp<;100 ms, 3 ) lz = 2,5 mA. 4) lz = 0,5 mA, 
5) Hohere Z-Spannungen auf Anfrage 

For higher Z-voltage please contact factory 
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BZX 85/C ... 

Silizium-Epitaxial-Planar-Z-Dioden 
Silicon epitaxial planar Z diodes 

Anwendungen: Spannungsstabilisierung 

Applications: Voltage stabilisation 

Besondere Merkmale: 
• Scharfer Abbruch der Sperrkennlinie 
• Kleiner Sperrstrom 
• Sehr groBe Stabilitat 
• Geringes Rauschen 
• Mit engeren Toleranzen lieferbar 

Features: 
• Sharp edge in reverse characteristics 
• Low reverse current 
• Very high stability 
•Low noise 
•Available with tight tolerances 

Vorlaufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Verlustleistung 
Power dissipation 

I= 4mm, tl = 25cc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

B 2/V.1. 17 /04 7 4 Ausgabe 1 

Normgehause I 
Case 

51A2 DIN 41880 
JEDEC DO 41 

Gewicht · Weight 
max. 0,3g 

1,3 

175 

-65 ... +175 

w 
cc 

cc 
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~t>. 0, 8 -l-l---+-l---l-1---l-:J.-l'l\-l-1'.1'\--l-U\--+-l---l-1-l-+-.+-~ 

)\1'~ 

1'.~ 0, 4 ...._,-1-'-l-_._,_-4-J-1-'-'-~~ .... l'\._._._._~ 

~ 

0-1-L..J....l....j....l...J....l...j....L..J....1....j...J.....L....i.....1...Ul....J....J 
-50 0 50 100 150 °C 

Warmewiderstand 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

I= 4 mm, tl = konstant 
constant 

KenngroBen 
Characteristics 
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tj = 25°C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

/F= 200 mA 

t 791952 

Rt hJA ~--+---1-+-+--1---+--+---+-+-+-Ji--+--+--< 

200_,__ ......... __,_--+--+--+---......... ----+---+--+--+-......... ----< 

KIVV~--+---+-+-+--1---+--+---+-+-+-J1---+--+--< 

160.L-.......... ---1--'-l-l-~:p'-J.o~J..--_j__j__ .......... ---I-.-' 

17 

12 0-'-'-JZ._.._I.2l--'-"'----+--+---+----+---l----I----+-+---<-----< 

f7 

0 

RthJA 

8 16 24 mm 
1-

Min. Typ. Max. 

110 K/W 

v 



BZX 85/C ... 

Uz *) ') TKuz 'zj *) bei lz 'zi bei lz /R *) bei UR 
Typ at at at 

v 10-4/K Q mA Q mA µA v 

BZX 85/C 2V 7 2,5 ... 2,9 -8 ... -5 <20 80 < 400 1 <150 1 

BZX 85/C 3VO 2,8 ... 3,2 -8 ... -5 <20 80 < 400 1 < 100 1 

BZX 85/C 3V3 3,1... 3,5 -8 ... -5 <20 80 < 400 1 < 40 1 

BZX 85/C 3V6 3,4 ... 3,8 -8 ... -5 < 15 60 < 500 1 < 20 1 

BZX 85/C 3V9 3,7 ... 4,1 -7 ...-2 <15 60 < 500 1 < 10 1 

BZX 85/C 4V 3 4,0 ... 4,6 -7 ... +1 <13 50 < 500 1 < 3 1 

BZX 85/C 4V 7 4,4 ... 5,0 -3 ... +4 < 13 45 < 600 1 < 3 1,5 

BZX 85/C 5V 1 4,8 ... 5,4 -1 ... +4 < 10 45 < 500 1 < 1 2 

BZX 85/C 5V6 5,2 ... 6,0 0 ... +4,5 < 7 45 < 400 1 < 1 2 

BZX 85/C 6V 2 5,8 ... 6,6 +1 ... +5,5 < 4 35 < 300 1 < 1 3 

BZX 85/C 6V8 
6,4 ... 7,2 

+1,5 .. +6 < 3,5 35 < 300 1 < 1 4 

BZX 85/C 7V 5 7,0 ... 7,9 +2 ... +6,5 < 3 35 < 200 0,5 < 1 4,5 

BZX 85/C 8V2 7,7 ... 8,7 +3 ... +7 < 5 25 < 200 0,5 < 1 5 

BZX 85/C 9V 1 8,5 ... 9,6 +3,5 . . +7,5 < 5 25 < 200 0,5 < 1 6,5 

BZX 85/C 10 9,4. .10,6 +4 ... +8 < 7 25 < 200 0,5 < 0,5 7 

BZX 85/C 11 10,4. . 11,6 +4,5 . .+8 < 8 20 < 300 0,5 < 0,5 7,7 

BZX 85/C 12 11,4. .12,7 +4,5. .+8,5 < 9 20 < 350 0,5 < 0,5 8,4 I 
BZX 85/C 13 12,4 ... 14,1 +5 ... +8,5 <10 20 < 400 0,5 < 0,5 9,1 

BZX 85/C 15 13,8 ... 15,6 +5,5 . . +9 < 15 15 < 500 0,5 < 0,5 10,5 

BZX 85/C 16 15,3 .17,1 +5,5 ... +9 < 15 15 < 500 0,5 < 0,5 11 

BZX 85/C 18 16,8. .19,1 +6 .. +9 <20 15 < 500 0,5 < 0,5 12,5 

BZX 85/C 20 18,8. .21,2 +6 ... +9 <24 10 < 600 0,5 < 0,5 14 

BZX 85/C 22 20,8. .23,3 +6 ... +9,5 <25 10 < 600 0,5 < 0,5 15,5 

BZX 85/C 24 22,8 ... 25,6 +6 ... +9,5 <25 10 < 600 0,5 < 0,5 17 

BZX 85/C 27 25,1...28,9 +6 ... +9,5 <30 8 < 750 0,25 < 0,5 19 

BZX 85/C 30 28 ... 32 +6 ... +9,5 <30 8 < 1000 0,25 < 0,5 21 

BZX 85/C 33 31 ... 35 +6 ... +9,5 <35 8 <1000 0,25 < 0,5 23 

BZX 85/C 36 34 ... 38 +6 ... +9,5 <40 8 < 1000 0,25 < 0,5 25 

BZX 85/C 39 37 .. .41 +6 ... +9,5 <50 6 < 1000 0,25 < 0,5 27 

BZX 85/C 43 40 .. .46 +6 .. .+9,5 < 50 6 < 1000 0,25 < 0,5 30 

BZX 85/C 47 44 ... 50 +6 .. .+9,5 < 90 4 < 1500 0,25 < 0,5 33 

BZX 85/C 51 48 ... 54 +6 ... +9,5 <115 4 < 1500 0,25 < 0,5 36 

BZX 85/C 56 52 ... 60 +6 .. .+9,5 <120 4 <2000 0,25 < 0,5 39 

BZX 85/C 62 58 ... 62 +6 .. .+9,5 <125 4 <2000 0,25 < 0,5 43 

BZX85/C68 64 ... 72 +6 ... +9,5 <130 4 <2000 0,25 < 0,5 48 

BZX 85/C 75 70 ... 80 +6 .. .+9,5 <135 4 <2000 0,25 < 0,5 53 

*) AOL= 0,65%, 1) Htihere Z-Spannungen auf Anfrage 
For higher Z-vo/tages please contact factory 199 



BZX 85/C ... 
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BZY 87/ ... 

Silizium-Diffusions-Stabilisator-Dioden 
Silicon diffusion voltage stabilising diodes 

Anwendungen: Spannungsstabilisierung und Spannungsbegrenzung 

Applications: Voltage stabilisation and voltage regulation 

Besondere Merkmale: Features: 

•• Auch als ,.GUtebestatigtes Bauelement" 
nach: 

•• Also available as "Qualified semicon­
ductor device" according to: 

VG 95 288 lieferbar 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

VG 95288 

~::=~ LC 
C:=f. 7,2 .E:J 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

DurchlaBstrom 
Forward current 

Verlustleistung 
Power dissipation 

I= 4mm, IL,.;:; 45°C 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Wiirmewiderstand 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

I = 4 mm, IL = konstant 
constant 

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 1 

BZY 87/0V7 
BZY 87/1 V4 
BZY 87/2V1 
BZY 87/2V8 
BZY 87/3V4 

Min. 

Normgehause 
Case 

51A2 DIN 41880 
JEDEC DO 7 

Gewicht · Weight 
max. 0,3g 

250 mA 
130 mA 

80 mA 
60 mA 
50 mA 

250 mW 

150 oc 

-55 ... +150 oc 

Typ. Max. 

400 K/W 
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BZY 87/ ... 

KenngroBen 
Characteristics 

tj = 25°C 

DurchlaBspannung 
Forward voltage 

IF= 1mA BZY 87/0V7 
BZY 87/1 V4 
BZY 87/2V1 
BZY 87/2V8 
BZY 87/3V4 

BZY 87/0V 7 
BZY 87/1 V4 
BZY 87/2V1 
BZY 87/2V8 
BZY 87/3 V4 

Min. Typ. Max. 

0,65 
1,3 
1,9 
2,6 
3,2 

0,65 
1,3 
1,9 

2,55 
3,2 

0,7 0,75 
1,4 1,5 
2,1 2,3 
2,8 3,0 
3,4 3,7 

v 
v 
v 
v 
v 

v 
v 
v 
v 
v 

Temperaturkoeffizient von UF 
Temperature coefficient of UF 

IF= 5mA 23 26 · 10-4 /K 

Sperrstrom 
Reverse current 

UR= 5V 

Differentieller DurchlaBwiderstand 
Differential forward resistance 

IF= 5 mA BZY 87/V07 
BZY 87/1 V4 
BZY 87/2V1 
BZY 87/2 V 8 
BZY 87/3V4 

1 

6 
13 
19 
26 
33 

100 

8 
20 
30 
40 
50 

t~:s=:au:s~s:=s=a=s::s=:au:s~s:=s=a=s:m=i:~"~"'~"" 

/Fl-+-+-++-++-+++++++++++++++++++-+-l-+-l'--Hi-+-1-+-H-H-H-+-+++++++++--J 

Ii ?1 V II )7[ A ll1 IA 
IL! [{] ~/I VI VI J,1 

I/ 17 y 
Y1 

0•001,1......_....._._o,.._5..._........_..._..-1-J.-'41,5-'-'..L..l-12....w...J....J .. 2,>--51....J....l....J....3.j...J....w..J...JJ...,5J...J...J...J...J...4 .L.L...L.J.4-1,5-1v-1u-1F-1-...L.J 
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Letter symbols (application) A 25 

M 
Major defect A 36 

Maximum ratings A 50 

Measuring current A 46 

Minor defect A 36 



N 
Nebenfehler A 36 

p 

Parallelwiderstand (Dampfungswiderstand} A 40 

Physik der Dioden A 39 

PIN-Dioden A 49 

Q 
Qualitat A 36 

R 
Richtstrom A 41 

Richtwirkungsgrad A 42 

Rlickwartserholzeit A 42 

s 
Schaltzeiten A 51 

Schwallbadlotung A 32 

Serienwiderstand A 42 

Spannungsrichtverhaltnis A 42 

Spannungsstabilisatordioden A 44 

Sperrschichtkapazitat A 42 

0 
Operating current (Z-diodes) A 45 

Operating voltage (Z-diodes) A 45 

p 

Parallel resistance A 40 

Peak forward current A 43 

Peak reverse voltage A 43 

Peak surge forward current A 43 

Peak surge reverse current A 43 

Physical explanation of the diodes A 39 

PIN diodes A 49 

Polarity conventions A 21 

Power dissipation A 43 

Q 

Qualified semiconductor devices A 39 

Quality data A 36 

R 
Rectification efficiency A 42 

Rectified current (average) A 41 

Reverse current A 42 

Reverse recovery time A 42 

Reverse resistance A 43 

Reverse voltage A 42 

s 
Sampling inspection plans A 38 

Series resistance A 42 

Soldering instructions A 32 

Soldering temperature A 32 

Switching characteristics A 51 

Symbols and terminology A 27 

I 

207 



s 
~"perrspannung A 42 

Sperrstrom A 42 

Sperrverzogerungszeit A 42 

Sperrverzug A 42 

Sperrwiderstand A 43 

SpitzendurchlaBstrom A 43 

Spitzensperrspannung A 43 

StoBdurchlaBstrom A 43 

StoBsperrspannung A 43 

Stichprobenplane A38 

Symbolerklarungen A 27 

T 
Tauchlotung A 32 

Thermische KenngroBen A 51 

Temperaturkoeffizient A 46 

Toleranzen {MaBe) A 50 

Totalfehler A 36 

Typenbezeichnung JEDEC 
(Farbkennzeichnung) A 18 

Typenbezeichnung Pro Electron A 19 

v 
Verlustleistung A 43 

Vorwartserholzeit A 43 

w 
Warmeableitung A 33 

Warmewiderstande A 51 

z 
Zahlpfeile A 21 

Zahlrichtungen A 21 

Z-Dioden A 44 

Z-Spannung A 45 (A 46) 

Z-Strom A 45 (A 46) 

Z-Widerstand A 45 (A 46) 

Zusatzliche Vermerke A 51 

208 

T 
Temperature coefficient A 46 

Thermal data A 51 

Thermal differential resistance A 46 

Thermal resistances A 51 

Tolerances (dimensional) A 50 

Total defect A 36 

Total power dissipation (calculation) A 33 

Type designation: JEDEC (colour code) A 18 

Type designation: Pro electron A 19 

v 
Varactor diodes A 46 

Voltage regulator diodes A 44 

z 
Z-current A 45 (A 46) 

Z-diodes A 44 

Z-voltage A 45 

Z-resistance A 45 



Anschriften Addresses I 





Auski.infte i.iber unser Produktionsprogramm erteilen 

TELEFUNKEN electronic GmbH 
TheresienstraBe 2 

Postfach 1109 
D-7100 Heilbronn 

Telefon (07131) 882-1 ·Telex 728746 tfk g 

Regionalbiiros 

Berlin 

TELEFUNKEN electronic GmbH 
Hohenzollerndamm 152 
1000 Berlin 33 
Tel.: (030) 828-1 
Telex: 183697 

Hamburg 

TELEFUNKEN electronic GmbH 
Stadthausbrucke 9 
2000 Hamburg 36 
Tel.: (040) 3498-1 
Telex: 211609 

Hannover 

TELEFUNKEN electronic GmbH 
Max-Mliller-StraBe 50-56 
3000 Hannover 1 
Tel.: (0511) 6304-0 
Telex: 922815 

Dusseldorf 

TELEFUNKEN electronic GmbH 
WiesenstraBe 21 
4000 Dusseldorl 11 (Heerdt) 
Tel.: (0211) 5080-0 
Telex: 8582831 

Frankfurt 

TELEFUNKEN electronic GmbH 
Mainzer LandstraBe 351- 367 
6000 Frankfurt 1 
Tel.: (0611) 7507-1 
Telex: 414477 

Stuttgart 

TELEFUNKEN electronic GmbH 
DornierstraBe 7 
7030 Bbblingen 
Tel.: (07031) 6668-1 
Telex: 7265565 

Munchen 

TELEFUNKEN electronic GmbH 
ArnulfstraBe 205 
8000 Munchen 19 
Tel.: (089) 1305-0 
Telex: 523168 

Nurnberg 

TELEFUNKEN electronic GmbH 
Obere KanalstraBe 24 
Postfach 83 71 09 
8500 Nurnberg 83 
Tel.: (0911) 277-1 
Telex: 622 551 

Distributoren und 
Fachhandler 

DIETRICH SCHURICHT 
Postfach 1O17 29 
Richtweg 30 
2800 Bremen 1 
Tel.: (0421) 36540 
Telex: 244365 

RETRON GmbH 
Postfach 171 
3400 Gbttingen 
Tel.: (0551) 904-0 
Telex: 9 6733 

elecdis 
Ruggaber GmbH 
HertichstraBe 41 
7250 Leonberg-Eltingen 
Tel.: (07152) 4 7081 
Telex: 724192 

MBS 
Vertrieb von elektronischen 
Bauelementen GmbH 
Postfach 1111 
BenzstraBe 1 
8011 Kirchheim b. Munchen 
Tel.: (0 89) 9 03 71 81 
Telex: 5215555 

Fachhandler flir 
optoelektronische Bauelemente 
REINHOLD 
Optoelektronische Bauelemente 
Lindenau 7 
4174 lssum 1 
Tel.: (02835) 2038 
Telex: 812272 



Export 

Algerian 

Bureau Administratif 
AEG-TELEFUNKEN Algier 
48, Boulevard des Martyrs 
Algier 
Tel.: 605673, 607024 
Telex: 52312 dz 

Argentinian 

AEG-TELEFUNKEN 
Argentina, S.A.l.y.C. 
Bernardo de Irigoyen 308 
Casilla de Correo 4302, 7° P. 
Buenos Aires 1379 
Tel.: 374445 ... 49, 379040 
Telex: 21112 

Australischer Bund 

Amalgamated Wireless 
(Australasia) Ltd. 
G.P.O.B. 2516 
4 7, York Street 
AUS-2001 Sydney/N.S.W. 
Tel.: 20233 
Telex: 21515 

Belgian 

Societe Anonyme beige 
AEG-TELEFUNKEN 
Rue De Stalle 65 
B-1180 Bruxelles 
Tel.: 02/370 0611 
Telex: 21359 

Brasilien 
TELEFUNKEN 
Radio e Televisao 
Caixa Postal 4061 
Rua Dom Constantino 
Barradas 88 
CEP04134 
ZP 1-Sao Paulo SP 
Tel.: 011/2751322 
Telex: 1125651 

CSSR 

MEDIA 
Panenska 30 
CS-801000 Bratislava 
Tel.: 545346 ... 49, 549754 
Telex: 1 21925 mdia 
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Danemark 

AEG-TELEFUNKEN Dansk 
Electricitets Aktieselskab 
Roskieldevej 8-10 
DK-2620 Albertslund 
(K0benhavn) 
Tel.: 02/648522 
Telex: 33122 

Finnland 

Sahkoliikkeiden OY 
P.O.B. 88, Sahkometsa 
SF-01301 Vantaa 30 
Tel.: 90/8381 
Telex: 124431 

Frankreich 

AEG-TELEFUNKEN 
France S.A. 
6, Blvd. du General Leclerc 
F-92115 Clichy 
Tel.: (1) 7393310 
Telex: 620827 

GroBbritannien 

AEG-TELEFUNKEN (UK) Ltd. 
217 Bath Road 
Slough 
Berkshire SL 1 4AW 
Tel.: 07 53/87 2101 
Telex: 847541 

Hongkong 

AUDIO MECHANICAL CORP. 
1104 Hang Seng Bank 
Building 
18 Carnavon Road, 
Tsimshatsui, Kowloon 
Hong Kong B.C.C. 
Tel.: 3-23688424 
Telex: 84524 

lndien 

NGEF Ltd. 
BANK OF BARODA BLDG. 
(Fifth Floor) P. 0. Box 633 
16, Sansad Marg 
New Delhi-110001 
Tel.: 310995 
Telex: 2577 

Iran 

Sherkate Sahami Khass 
AEG-TELEFUNKEN IRAN 
Ave. Karim-Khan Zand 
AEG-Building 
Teheran 
Tel.: 82 7143-4 7 /83 03 41-45 
Telex: 212679 

Israel 

ELOTAS 
Electro-Vista Industries Ltd. 
P. 0. Box 7039 
10, Shela Tai Street 
Montefiore Quarter 
Tel Aviv 61070 
Tel.: 269930 
Telex: 32387 IL 

Italian 

AEG-TELEFUNKEN 
Societa ltaliana per Azioni 
Viale Brianza, 20 
Casella Postale 47 
1-20092 Cinisello Balsamo/ 
Milano 
Tel.: 02/61798-1 
Telex: 333117 

Japan 

TELEFUNKEN electronic 
Liaison Office c/o MOSTEK 
Japan 
Kako Sakuragaoka Bldg. 8F 
3-24, Sakuragaoka-machi 
Shibuya-ku 
Tokyo 150 
Tel.: (0081) (3) 496-4052 
Telex: j23686 

Jugoslawien 

INTEREXPORT 
Abteilung 4/15-3-32-V 
P. P. 789 
YU-11001 Beograd 
Tel.: 6200 55/629322 
Telex: 11240 

Rep. of Korea 

Vine Overseas Trading Corp. 
C.P.O. Box3154 
Seoul 
Tel.: 2616663, 253892 
Telex: 24154 



Export 

Kanada Osterreich SOdafrika 

AEG-TELEFUNKEN TELEFUNKEN electronic International Components 
Corporation Brunner Str. 52 (Pty) Ltd. 
P.O.B. 3800 A-1210Wien P.O.Box51471 
Route 22 - Orr drive Tel.: 0222/38010 2194 Randburg 
Somerville, Telex: 135590 Tel.: 789/1214 
New Jersey 08876 Telex: 4-24159 S.A. 
Tel.: (201) 722-9800 Polen 
Telex: 178027 THM EXIMPOL S.A. Taiwan 

Malaysia 
ul. Stawki 2/Etage 28 Chung Teh Co., Ltd. 
P.O.B. 810 P.O.Box258 

DYNAMAR INTERNATIONAL PL-00-950 Warszawa 65-67, Chung Hsioa Rd., West, 
Suite 05-11 Tel.: 398654, 399089 Sec. I 
12, Lorong Bakar Batu Telex: 814 640 Taipei 
Kolam Ayer Industrial Tel.: 3715241, 3711231-5 
Estate Portugal Ext. 270 
Singapore 1334 AEG-TELEFUNKEN Telex: 11316, 22659 

Mexiko 
Portuguesa S.A. R.L. 

TOrkei Rua Joao Saraiva, 4 - 6 
AEG MEXICANA, S.A. de C.V. P-1799 Lisboa CODEX Server Ataman 
Prol. Calle 16 No 53 Tel.: 019/891171, 89 7121 lstiklal Caddesi 378/4 
San Pedro de los Pines Telex: 12173 P. K. Beyoglu 366 
01180-Mexiko, D.F. lstanbul-Beyoglu 
Tel.: 91 (5) 277-88-33 Rumanien Tel.: 454073 

91 (5) 515-66-66 AEG-TELEFUNKEN Telex: 24102 
Telex: 017-77284 VerbindungsbOro Bukarest 

Sir. Sevastopol Venezuela 
Neuseeland Nr. 13-17, Ap.: 405 AEG-TELEFUNKEN 
AWA New Zealand Ltd. 78118 Bukarest VENEZOLANA, S.A. 
P.0.B. 830 Tel.: 592022, 507061 Torre Clement, 7° Piso 
Wineera Drive Telex: 10477 Av. Venezuela 
Porirura, Wellington El Rosal -Aptdo. 68912 
Tel.: 75069 Schweden Caracas 1062 -A 
Telex: 31001 RIFAAB Tel.: 32.09.95, 32.15.47 

S-16300 Sp~nga-Stockholm Telex: 25.342 
Niederlande Tel.: 08/7522500 
AEG-TELEFUNKEN Telex: 13 690 Vereinigte Staaten v. Amerika 

Nederland N.V. AEG-TELEFUNKEN 

I Aletta Jacobslaan 7 Schweiz Corporation 
NL-1066 BP Amsterdam W. Moor AG P.O.B.3800 
Tel.: 020/5105911 Bahnstrasse 58 Route 22 - Orr drive 
Telex: 11234 CH-8105 Regensdor1/ZOrich Somerville, 

Tel.: 01/8406644 New Jersey 08876 
Norwegen Telex: 52042 Tel.: (201) 722-9800 

Rifa-Hoyem A/S Telex: 178027 

Tollbugt. 6 Spanien 
N-Oslo 1 AEG lberica de 
Tel.: 02/413755 Electricidad, S.A. 
Telex: 16 611 Principe de Vergara, 112 

Madrid-2 
Apartado 235 
Tel.: 01/2627600 
Telex: 27635 
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TELEFUNKEN electronic 
Halbleiter 
TheresienstraBe 2 
0-7100 Heilbronn 




